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АО «Ангстрем» создан в 1963 году как ведущее 
предприятие Советского Союза по разработке 
и производству изделий микроэлектроники с 
целью обеспечения интенсивного развития от-
расли и недопущения технологического разры-
ва с мировыми производителями.

На сегодняшний день АО «Ангстрем» выпускает 
продукцию более 2000 наименований следую-
щих направлений: силовые полупроводниковые 
приборы, микросхемы стандартной логики всего 
ряда на базово-матричных кристаллах с на-
пряжением питания от 1,3 до 30,0 В, микрокон-
троллеры и микропроцессоры, схемы памяти, 
микросхемы на базово-матричных кристаллах 
для разработки радиоэлектронной аппаратуры 

с высокими требованиями по стойкости к воз-
действию радиации и факторов космического 
пространства емкостью до 120 тысяч вентилей, 
изделия для радиочастотной идентификации, 
микросхемы управления светодиодами и ряд 
других.

Одним из основных направлений деятельности 
АО «Ангстрем» является выполнение заказов 
по разработке и изготовлению зашивок на 
больших матричных кристаллах оперативных 
запоминающих устройств, постоянных запо-
минающих устройств, как с возможностью 
однократного программирования, так и воз-
можностью многократного электрического 
перепрограммирования.
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Микросхемы интегральные 132РУ6А, 
132РУ6Б, Б132РУ6Б-4
Функциональное назначение микросхемы
Оперативное запоминающее устройство (статическое) (16Кх1).

Конструктивное исполнение
Микросхемы 132РУ6А, 132РУ6Б изготавливаются в металлоке-
рамических корпусах с золотым покрытием выводов 4153.20, 
Б132РУ6Б-4 в бескорпусном исполнении на общей пластине.

Нумерация, обозначение и назначение 
выводов микросхемы

Номер вывода 
микросхем 

132РУ6А, 132РУ6Б, 
(контактной 

площадки 
микросхем 
Б132РУ6Б-4)

Обозначение Наименование вывода

1 (1) А3 Вход адресный строки 

2 (2) А4 Вход адресный строки

3 (3) А5 Вход адресный строки

4 (4) А6 Вход адресный строки

5 (5) А7 Вход адресный столбца

6 (6) А8 Вход адресный столбца

7 (7) А9 Вход адресный столбца

8 (8) DO Выход информационный

9 (9) WR/RD Вход сигнала записи/считывания 

10 (10) 0V Общий вывод 

11 (11) CE Вход сигнала разрешения 

12 (12) DI Вход информационный

13 (13) А10 Вход адресный столбца

14 (14) А11 Вход адресный столбца

15 (15) А12 Вход адресный столбца

16 (16) А13 Вход адресный столбца

17 (17) А0 Вход адресный строки

18 (18) А1 Вход адресный строки

19 (19) А2 Вход адресный строки

20 (20) U Вывод питания от источника напряжения

1

 

20  

11  10 

 

10

22

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

10
11
12
13

RAM
16K 1

Vcc

GNDWE9
11

DI12

DO 9

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19

Условное графическое обозначение

Cхема расположения выводов
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Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра,  
единица измерения,  

режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С 132РУ6А 132РУ6Б 

не менее не более не менее не более
1 Входное напряжение низкого уровня, В  
при UСС = (4,5 – 5,5) В UIL – 0,81) – 0,81) 25 ±10  

-60 – 85
2 Входное напряжение высокого уровня, В  
при UСС = (4,5 – 5,5) В UIН 2,21) – 2,21)  – 25 ±10  

-60 – 85
3 Выходное напряжение низкого уровня, В  
при UСС ≤ 5,5 В, IOL ≤ 5 мА UOL – 0,4 – 0,42) 25 ±10  

-60 – 85
4 Выходное напряжение высокого уровня, В  
при UСС ≥ 4,5 В, IOН ≤ 2 мА UOН 2,4 – 2,42) – 25 ±10  

-60 – 85
5 Ток потребления в режиме хранения, мА  
при UСС ≤ 5,5 В, UСЕН = UСС

ICCS1 – 20 – 202) 25 ±10  
-60 – 85

6 Ток потребления в режиме хранения (микро-
мощный режим), мА при UСС = 0 В, UСЕН = 5,5 В ICCS2 – 2 – – 25 ±10  

-60 – 85
7 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, 
мкА, при UСС ≤ 5,5 В, UIL = 0 B и UIН = UСС

ILIL, ILIH – 10 – 102) 25 ±10  
-60 – 85

8 Выходной ток низкого и высокого уровня  
в состоянии «Выключено», мкА  
при UСС ≤ 5,5 В, UOZL = 0 B и UOZH = UСС

IOZL, IOZH – 50 – 502) 25 ±10  
-60 – 85

9 Динамический ток потребления, мА  
при UСС ≤ 5,5 В, tW(С) ≥ 100 нс ICCO – 75 – 75 25 ±10  

-60 – 85
10 Время выборки разрешения, нс  
при UСС ≥ 4,5 В и CL ≤ 42 пФ для 132РУ6А  
tW(С) ≥ 100 нс3) для 132РУ6Б tW(С) ≥ 140 нс3)

tA(СЕ) – 55 –  703) 25 ±10  
-60 – 85

11 Время цикла записи, нс  
при UСС ≥ 4,5 В и CL ≤ 42 пФ для 132РУ6А  
tW(С) ≥ 100 нс3) для 132РУ6Б tW(С) ≥140 нс3)

tCY(WR) 85 – 1203) – 25 ±10  
-60 – 85

12 Время цикла считывания, нс  
при UСС ≥ 4,5 В и CL ≤ 42 пФ для 132РУ6А  
tW(С) ≥ 100 нс3) для 132РУ6Б tW(С) ≥ 140 нс3)

tCY(RD) 85 – 1203) – 25 ±10  
-60 – 85

13 Время установления сигнала разрешения 
после сигнала адреса, нс tSU(А-CE) 0 – 0 – 25 ±10  

-60 – 85
14 Время удержания сигнала адреса после сиг-
нала разрешения, нс tН(CEL-A) 25 – 40 – 25 ±10  

-60 – 85
15 Время удержания сигнала записи после сиг-
нала разрешения, нс tH(CEL-WR) 25 – 40 – 25 ±10  

-60 – 85
16 Длительность интервала между сигналами 
разрешения, нс tW(CEН) 30 – 50 – 25 ±10  

-60 – 85
17 Время установления сигнала разрешения после 
записи, нс tSU (WRL–CE) 0 – 0 – 25 ±10  

-60 – 85

18 Входная емкость, пФ
СI – 9 – 9

25 ±10
СIСЕ – 12 – 12

19 Выходная емкость, пФ СO – 12 – 12 25 ±10
1) C учетом всех видов помех.
2) В том числе и для микросхем Б132РУ6Б-4 в нормальных климатических условиях.
3) tW(С)

 = [tCY (RD) (tCY (WR))] + tHLCE + tLHCE = tACE + tW(CEH) + tHLCE + tLHCE.

Примечание – Параметры UIН, UIL, tSU(А-CE), tН(CEL-A), tH(CEL-WR), tW(CEН), tSU (WRL–CE), tСY (WR), tCY (RD) являются режимными, их значения 
проверяются косвенно при проверке времени выборки разрешения. 

Предельно-допустимые режимы эксплуатации

Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +85

Предельная рабочая температура среды °С от -60 до +150
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Микросхемы интегральные М132РУ10А, 
М132РУ10Б
Функциональное назначение микросхемы
Статическое оперативное запоминающее устройство (64Кх1)

Конструктивное исполнение
Микросхемы М132РУ10А и М132РУ10Б изготавливаются в 22-вывод-
ном металлокерамическом DIP корпусе 2108.22. 

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода Обозначение Наименование вывода

1 А0 Вход адресный строки

2 А2 Вход адресный строки

3 А4 Вход адресный строки

4 А6 Вход адресный строки

5 А7 Вход адресный строки

6 А8 Вход адресный столбца

7 А9 Вход адресный столбца

8 А10 Вход адресный столбца

9 D0 Выход информационный

10 WR/RD Вход сигнала записи/считывания

11 0V Общий вывод

12 CE Вход сигнала разрешения

13 D1 Вход информационный

14 А11 Вход адресный столбца

15 А12 Вход адресный столбца

16 А13 Вход адресный столбца

17 А14 Вход адресный столбца

18 А15 Вход адресный столбца

19 А5 Вход адресный строки

20 А3 Вход адресный строки

21 А1 Вход адресный строки

22 U Вывод питания от источника напряжения

Электрические параметры микросхем при приемке 
и поставке.

Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С М132РУ10А М132РУ10Б 

не менее не более не менее не более
1 Входное напряжение низкого уровня, В  
при UСС = (4,5 – 5,5) В UIL – 0,4 – 0,4 25 ±10  

-60 – 85
2 Входное напряжение высокого уровня, В 
при UСС = (4,5 – 5,5) В UIН 2,4 – 2,4 – 25 ±10  

-60 – 85
3 Выходное напряжение низкого уровня, В 
при UСС ≥ 4,5 В, IOL ≤ 5 мА UOL – 0,4 – 0,4 25 ±10  

-60 – 85
4 Выходное напряжение высокого уровня, В  
при UСС ≥ 4,5 В, IOН ≤ 2 мА UOН 2,4 – 2,4 – 25 ±10  

-60 – 85
5 Ток утечки низкого и высокого уровня на 
входе, мкА при UСС ≤ 5,5 В, UIL = 0 B и UIН = UСС 

ILIL, ILIH – 10 – 10 25 ±10  
-60 – 85

Условное графическое обозначение

111

1222

Cхема расположения выводов
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Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С М132РУ10А М132РУ10Б 

не менее не более не менее не более
6 Выходной ток низкого и высокого уровня  
в состоянии «Выключено», мкА при UСС ≤ 5,5 В, 
UOZL = 0 B и UOZH = UСС

IOZL, IOZH – 50 – 50 25 ±10  
-60 – 85

7 Ток потребления в режиме хранения, мА  
при UСС ≤ 5,5 В, UСЕН = UСС

ICCS – 30 – 30 25 ±10  
-60 – 85

8 Время цикла записи, нс tCY(WR) – 75 – 90 25 ±10  
-60 – 85

9 Динамический ток потребления, мА  
при UСС ≤ 5,5 В, tW(СЕ, Н) ≥ 10 нс, для микросхем 
М132РУ10А [tCY(WR), tCY(RD)] ≥ 75 нс tW(СЕ, L) ≥ 57 нс,  
для микросхем М132РУ10Б [tCY(WR), tCY(RD)] ≥ 90 нс 
tW(СЕ, L) ≥ 72 нс

ICCO – 84 – 84 25 ±10

10 Время цикла считывания, нс tCY(RD) – 75 – 90 25 ±10  
-60 – 85

11 Время выборки разрешения, нс  
при UСС ≥ 4,5 В и CL ≤ 45 пФ tW(СЕ, Н) ≥10 нс  
для М132РУ10А [tCY(WR), tCY(RD)] = 75 нс, tW(СЕ, L) = 57 нс 
для М132РУ10Б [tCY(WR), tCY(RD)] = 90 нс, tW(СЕ, L) = 72 нс 

tA(СЕ) – 55 – 70 25 ±10  
-60 – 85

12 Длительность сигнала разрешения по низ-
кому уровню, нс tW(СЕ, L) 57 – 72 – 25 ±10  

-60 – 85
13 Длительность сигнала разрешения по высо-
кому уровню, нс tW(СЕ, Н) 10 – 10 – 25 ±10  

-60 – 85

14 Время установления сигнала разрешения 
после сигнала адреса, записи, считывания 
и входной информации, нс

tSU(А-CE,L) 
tSU(WR- CE,L) 
tSU(RD- CE,L) 
tSU(DI- CE,L)

tHL(СЕ) – tHL(СЕ) – 25 ±10  
-60 – 85

15 Время удержания сигнала адреса, записи, 
считывания и входной информации после сиг-
нала разрешения, нс

 tН(CE,L-A) 
tН(CE,L-WR) 
tН(CE,L-RD 
tН(CE,L-DI)

25 – 25 – 25 ±10  
-60 – 85

16 Время сохранения выходной информации 
после сигнала разрешения, нс tV(CE,H-DO,Z) – 20 – 20 25 ±10  

-60 – 85

17 Входная емкость, пф
СI – 7 – 7

25 ±10 СIA15 – 9 – 9
СIСЕ – 12 – 12

18 Выходная емкость, пФ СO – 10 – 10 25 ±10

Примечание – Временные параметры по пунктам 9, 10, 12 – 16 являются режимными, их значения проверяются косвенно 
при проверке времени выборки разрешения.

Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +85

Предельная температура среды °С от -60 до +150
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Микросхемы интегральные 537РУ6А, 
537РУ6Б, Б537РУ6Б-4
Функциональное назначение микросхемы
Оперативное запоминающее устройство (статическое) (4Кх1).

Конструктивное исполнение
Микросхемы 537РУ6А, 537РУ6Б поставляются в металлокерамиче-
ских корпусах с золотым покрытием выводов 427.18, Б537РУ6Б-4 – 
в бескорпусном исполнении на общей пластине.

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода  
(контактной площадки) 

537РУ6А, 537РУ6Б, 
(Б537РУ6Б-4)

Обозначение Наименование 

1 (1) А3 Вход адресный строки

2 (2) А4 Вход адресный строки

3 (3) А5 Вход адресный строки

4 (4) А6 Вход адресный столбца

5(5) А7 Вход адресный столбца

6(6) А8 Вход адресный столбца

7(7) DO Выход информационный

8(8) WR/RD Вход сигнала запись – считывание 

9(9) 0V Общий вывод

10(10) CE Вход сигнала разрешения

11(11) DI Вход информационный

12(12) А11 Вход адресный столбца

13(13) А10 Вход адресный столбца

14(14) А9 Вход адресный столбца

15(15) А0 Вход адресный строки

16(16) А1 Вход адресный строки

17(17) А2 Вход адресный строки

18(18) UCC
Вывод питания от источника напря-
жения

Электрические параметры микросхем при приемке 
и поставке

Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С 537РУ6А 537РУ6Б

не менее не более не менее не более

1 Выходное напряжение низкого уровня, В  
при UСС ≥ 4,5 В и IOL = 3,2 мА  
UСС ≥ 4,5 В и RL ≥ 10 Мом

UOL

 – 0,3  – 0,3* 25 ±10

– 0,4 – 0,4 -60 – 100

– 0,01 – 0,01 25 ±10

– 0,05 – 0,05 -60 – 100

2 Выходное напряжение высокого уровня, В  
при UСС ≥ 4,5 В и IOН = 1,2 мА UСС ≥ 4,5 В  
и RL ≥ 10 МОм 

UOН

2,55 – 2,55* – 25 ±10

2,4 – 2,4 – -60 – 100

4,49 – 4,49 – 25 ±10

4,45 – 4,45 – -60 – 100

3 Напряжение питания в режиме хранения, В UССS

3 – 3 – 25 ±10

3,3 – 3,3 – -60 – 100

Условное графическое обозначение

Cхема расположения выводов
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Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С 537РУ6А 537РУ6Б

не менее не более не менее не более

4 Входное напряжение низкого уровня, В UIL

– – – – 25 ±10

– 0,25хUСС – 0,25хUСС -60 – 100

5 Входное напряжение высокого уровня, В UIН

0,7хUСС – 0,7хUСС – 25 ±10

0,75хUСС – 0,75хUСС – -60 – 100

6 Ток потребления в режиме хранения, мА 
при UСС = 5,5 В

ICCS

– 0,01 – 0,03* 25 ±10

– 0,05 – 0,3 -60 – 100

при UСС = 3,3 В
– 0,007 – 0,015 25 ±10

– 0,035 – 0,15 -60 – 100

7 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, 
мкА при UСС ≤ 5,5 В ILIL, ILIH

– 2 – 2* 25 ±10

– 10 – 10 -60 – 100

8 Выходной ток низкого и высокого уровня в со-
стоянии «Выключено», мкА UСС ≤ 5,5 В IOZL, IOZH

– 2 – 2* 25 ±10

– 10 – 10 -60 – 100

9 Время выборки разрешения, нс  
при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В СL = 50 пФ ±30 % tA(СЕ)

– 140 – 280* 25 ±10

– 200 – 400 -60 – 100

10 Время цикла записи (считывания), нс  
при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В СL = 50 пФ ±30 % tCY(WR) (tCY(RD))

240 – 390* – 25 ±10

320 – 530 – -60 – 100

11 Время выборки адреса, нс  
при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В СL = 50 пФ ±30 % tA(А)

– 160 – 300* 25 ±10

– 220 – 420 -60 – 100
12 Время установления сигнала разрешения после 
сигнала адреса,нс при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В 
СL = 50 пФ ±30 %

tSU(A-CЕL) 20 – 20* – 25 ±10 
-60 – 100

13 Длительность сигнала разрешения высокого 
уровня, нс  
при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В СL = 50 пФ ±30 %

tW(CEН)

100 – 110* – 25 ±10

120 – 130 –
-60

100

14 Длительность сигнала разрешения низкого 
уровня, нс при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В 
СL = 50 пФ ±30 % 

tW(CEL)

– 140 – 280* 25 ±10

– 200 – 400
-60

100

15 Длительность сигнала записи (считывания), нс  
при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В СL = 50 пФ ±30 % tW(WR)

160 – 300* – 25 ±10

220 – 420 – -60 – 100

16 Входная емкость, пФ СI – 8 – 8 25 ±10

17 Выходная емкость, пФ СO – 14 – 14 25 ±10

Знаком * отмечены параметры в том числе и для микросхем Б537РУ6Б – 4

Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +100

Предельная температура среды °С от -60 до +150
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Микросхемы интегральные 537РУ16А, 
Н537РУ16А, 537РУ16Б, Н537РУ16Б, 
Б537РУ16Б-4
Функциональное назначение микросхемы
Оперативное запоминающее устройство (статическое) (8Кх8).

Конструктивное исполнение
Микросхемы 537РУ16А, 537РУ16Б и Н537РУ16А, Н537РУ16Б поставля-
ются в металлокерамических корпусах с золотым покрытием выво-
дов 4183.28 и Н18.64 соответственно, Б537РУ16Б-4 – в бескорпусном 
исполнении на общей пластине.

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода  
(контактной площадки)

Обозначение Наименование Тип микросхемы
537РУ16А, 
537РУ16Б, 

(Б537РУ16Б-4)
Н537РУ16А, 
Н537РУ16Б

1 (1) 1 NC Свободный вывод

2 (2) 2 А12 Вход адресный столбца

3 (3) 3 А7 Вход адресный строки

4 (4) 4 А6 Вход адресный строки

5 (5) 5 А5 Вход адресный строки

6 (6) 6 А4 Вход адресный строки

7 (7) 7 А3 Вход адресный столбца

8 (8) 26 А2 Вход адресный столбца

9 (9) 27 А1 Вход адресный столбца

10 (10) 28 А0 Вход адресный столбца

11(11) 29 DIO0 Вход-выход нулевого разряда данных 

12 (12) 30 DIO1 Вход-выход первого разряда данных

13 (13) 31 DIO2 Вход-выход второго разряда данных

14 (14) 32 0V Общий вывод

15 (15) 34 DIO3 Вход-выход третьего разряда данных

16 (16) 35 DIO4 Вход-выход четвертого разряда 
данных

17 (17) 36 DIO5 Вход-выход пятого разряда данных

18 (18) 37 DIO6 Вход-выход шестого разряда данных

19 (19) 38 DIO7 Вход-выход седьмого разряда данных

20 (20) 39 CE1 Вход сигнала разрешения

21 (21) 40 А10 Вход адресный строки

22 (22) 58 OE Вход сигнала разрешения выхода

23 (23) 59 А11 Вход адресный строки

24 (24) 60 А9 Вход адресный строки

25 (25) 61 А8 Вход адресный строки

26 (26) 62 СЕ2 Вход сигнала разрешения

27 (27) 63 WR/RD Вход сигнала запись (считывание)

28 (28) 64 UCC
Вывод питания от источника напря-
жения

Примечание – Выводы 8 – 25, 33, 41 – 57 микросхем Н537РУ16А, Н537РУ16Б 
свободные – NC 

56

 

41

57 

1
64
 

40 

8 

9 24

25
 

Cхема расположения выводов микро-
схем 537РУ16А, 537РУ16Б

Схема расположения выводов микро-
схем Н537РУ16А, Н537РУ16Б

14(32)

28 (64)

A
12
7
6
5
4
3
2
1
0
10
11
9
8

2(2)
3(3)
4(4)
5(5)
6(6)
7(7)

8(26)
9(27)
10(28 )
21(40)
23(59)
24 (60)
25(61)

RAM
8Kх8

Vcc

GND

CE1
OE
CE2
WE

20(39)
22(58)
26(62)
27(63)

DIO0
DIO1
DIO2
DIO3
DIO4
DIO5
DIO6
DIO7

11(29)
12(30)
13(31)
15(34 )
16(35 )
17(36)
18(37)
19(38 )

Условное графическое обозначение
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Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра,  
единица измерения,  

режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра

Температура 
среды, °С 

537РУ16А, 
Н537РУ16А

537РУ16Б, 
Н537РУ16Б

не менее не 
более

не 
менее не более

1 Выходное напряжение низкого уровня, В  
при IOL = 1,7 мА RL ≥10 МОм

UOL – 0,4  
0,1 – 0,4* 

0,1
25 ±10 

-60 – 85

2 Выходное напряжение высокого уровня, В  
при IOН = 1,2 мА RL ≥ 10 МОм 

UOН
2,4 

(UCC–0,1) – 2,4* 
(UCC–0,1) – 25 ±10 

-60 – 85

3 Напряжение питания в режиме хранения, В UССS 3,3 – 3,3 – 25 ±10 
-60 – 85

4 Ток потребления в режиме хранения, мА 
при UСС = 5,5 В

ICCS

– 
– 
–

0,6 
1,0 
1,0

– 
– 
–

1,6* 
2,0 
2,0

25 ±10 
-60 – 85

при UСС = 3,3 В
– 
– 
–

0,4 
0,6 
0,6

– 
–
–

1,0 
1,2 
1,2

25 ±10 
-60 – 85

5 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, мкА ILIL, ILIH – 10 – 10* 25 ±10 
-60 – 85

6 Выходной ток низкого и высокого уровня в состоя-
нии «Выключено», мкА

IOZL, IOZH – 10 – 10* 25 ±10 
-60 – 85

7 Время выборки разрешения, нс tA(СЕ)      
180* 
180 
200

25 ±10 
-60 – 85

8 Время цикла записи (считывания), нс
tCY(WR) 

(tCY(RD))
350 – 480 – 25 ±10 

-60 – 85

9 Время выборки адреса, нс tA(А) – 170 – 220 25 ±10 
-60 – 85

10 Время выборки разрешения выхода, нс tA(ОЕ)

– 
– 
–

90 
90 
100

– 
– 
–

140* 
140 
150

25 ±10 
-60 – 85

11 Время установления сигнала разрешения после 
сигнала адреса,нс

tSU(A-CЕ) 20 – 20 – 25 ±10 
-60 – 85

12 Время установления сигнала разрешения после 
сигнала записи, нс

tSU(WR-CE) 20 – 20 – 25 ±10 
-60 – 85

13 Время установления сигнала разрешения после 
сигнала считывания, нс

tSU(RD-CE) 20 – 20 – 25 ±10 
-60 – 85

14 Время установления сигнала записи после сигнала 
входной ин формации, нс

tSU(DI-WR) 0 – 0 – 25 ±10 
-60 – 85

15 Длительность сигнала разрешения, нс tW(CE1,L) tW(CE2,H) 150 – 200 – 25 ±10 
-60 – 85

16 Длительность сигнала записи, нс tW(WR) 170 – 220 – 25 ±10 
-60 – 85

17 Время удержания сигнала входной информации 
после сигнала записи, нс

tH (WR–DI) 50 – 50 – 25 ±10 
-60 – 85

18 Время cохранения выходной информации после 
сигнала разрешения выхода, нс 

tV(OE–DO) – 70 – 100 25 ±10 
-60 – 85

19 Время cохранения выходной информации после 
сигнала разрешения, нс

tV(СE–DO) – 150 – 200 25 ±10 
-60 – 85

20 Время удержания сигнала адреса после сигнала 
разрешения, нс

tH(CE–A) 180 – 260 – 25 ±10 
-60 – 85

21 Емкость входа/выхода, пФ СI/O – 16 – 16 25 ±10

22 Входная емкость по выводам: А0 – А12, CЕ1, CЕ2, WR/
RD, OE, пФ 

СI – 12 – 12 25 ±10

 * В том числе и для микросхем Б537РУ16Б-4 в нормальных климатических условиях

Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +85

Предельная температура среды °С от -60 до +150
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Микросхемы интегральные 1617РУ6А, 
1617РУ6Б
Функциональное назначение микросхемы
Оперативное статическое запоминающее устройство со схемой 
управления (4Кх1).

Стойкость к СВВФ по группе не ниже 4Ус.

Конструктивное исполнение
Микросхемы изготавливаются в металлокерамических корпусах 
427.18.

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода 
(контактной 
площадки) 
1617РУ6А, 
1617РУ6Б

Обозначение Наименование 

1 А3 Вход адресный строки

2 А4 Вход адресный строки

3 А5 Вход адресный строки

4 А6 Вход адресный столбца

5 А7 Вход адресный столбца

6 А8 Вход адресный столбца

7 DO Выход информационный

8 WR/RD Вход сигнала запись – считывание 

9 0V Общий вывод

10 CE Вход сигнала разрешения

11 DI Вход информационный

12 А11 Вход адресный столбца

13 А10 Вход адресный столбца

14 А9 Вход адресный столбца

15 А0 Вход адресный строки

16 А1 Вход адресный строки

17 А2 Вход адресный строки

18 UCC Вывод питания от источника напряжения

Электрические параметры микросхем при приемке 
и поставке

Наименование параметра,  
единица измерения,  

режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С 1617РУ6А 1617РУ6Б

не менее не более не менее не более

1 Выходное напряжение низкого уровня, В 
при UСС ≥ 4,5 В и IOL = 3,2 мА UСС ≥ 4,5 В и RL ≥ 10 МОм UOL

 – 0,3 – 0,3 25 ±10
– 0,4 – 0,4 -60 – 100
– 0,01 – 0,01 25 ±10
– 0,05 – 0,05 -60 – 100

2 Выходное напряжение высокого уровня, В  
при UСС ≥ 4,5 В и IOН = 1,2 мА UСС ≥ 4,5 В 
и RL ≥ 10 МОм 

UOН

2,55 – 2,55* – 25 ±10
2,4 – 2,4 – -60 – 100

4,49 – 4,49 – 25 ±10
4,45 – 4,45 – -60 – 100

3 Напряжение питания в режиме хранения, В UССS

3 – 3 – 25 ±10
3,3 – 3,3 – -60 – 100

Условное графическое обозначение

Cхема расположения выводов 

9

18

1
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16
17

RAM
4K 1

Vcc

GNDW8

10

DI11

DO 7
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Наименование параметра,  
единица измерения,  

режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С 1617РУ6А 1617РУ6Б

не менее не более не менее не более

4 Входное напряжение низкого уровня, В UIL

– 0,3 х UСС – 0,3 х UСС 25 ±10
– 0,25 х UСС – 0,25 х UСС -60 – 100

5 Входное напряжение высокого уровня, В UIН

0,7 х UСС – 0,7 х UСС – 25 ±10
0,75 х UСС – 0,75 х UСС – -60 – 100

6 Ток потребления в режиме хранения, мА  
при UСС = 5,5 В

ICCS

– 0,01 – 0,03* 25 ±10
– 0,05 – 0,3 -60 – 100

при UСС = 3,3 В
– 0,007 – 0,015 25 ±10
– 0,035 – 0,15 -60 – 100

7 Ток утечки низкого и высокого уровня на 
входе, мкА при UСС ≤ 5,5 В ILIL, ILIH

– 2 – 2 25 ±10
– 10 – 10 -60 – 100

8 Выходной ток низкого и высокого уровня 
в состоянии «Выключено», мкА UСС ≤ 5,5 В IOZL, IOZH

– 2 – 2 25 ±10
– 10 – 10 -60 – 100

9 Время выборки разрешения, нс  
при UСС= 4,5 В и UСС= 5,5 В СL = 50 пФ ±30 % tA(СЕ)

– 140 – 280 25 ±10
– 200 – 400 -60 – 100

10 Время цикла записи (считывания), нс,  
при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В СL = 50 пФ ±30 % tCY(WR) (tCY(RD))

240 – 390  – 25 ±10
320 – 530  – -60 – 100

11 Время выборки адреса, нс  
при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В СL = 50 пФ ±30 % tA(А)

– 160 – 300* 25 ±10
– 220 – 420 -60 – 100

12 Время установления сигнала разрешения 
после сигнала адреса,нс  
при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В СL = 50 пФ ±30 %

tSU(A-CЕL) 20 – 20 –  25 ±10 
-60 – 100

13 Длительность сигнала разрешения высокого 
уровня, нс 
при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В СL = 50 пФ ±30 %

tW(CEН)

100 – 110 – 25 ±10

120 – 130 – -60 – 100

14 Длительность сигнала разрешения низкого 
уровня, нс 
при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В СL = 50 пФ ±30 %

tW(CEL)

– 140 – 280 25 ±10

– 200 – 400 -60 – 100

15 Длительность сигнала записи (считывания), 
нс при UСС = 4,5 В и UСС = 5,5 В СL = 50 пФ ±30 %

tW(WR) 
tW(RD)

160 – 300 – 25 ±10
220 – 420 – -60 – 100

16 Входная емкость, пФ СI – 8 – 8 25 ±10
17 Выходная емкость, пФ СO – 14 – 14 25 ±10

Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +85

Предельная температура среды °С от -60 до +150
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Серия 1620 КМОП КНС интегральных схем
Состав серии

―― 1620РЕ1, РЕ2, РЕ3 – радиационно-стойкие ПЗУ;

―― 1620РУ2, РУ6, РУ8, РУ9 - радиационно- стойкие ОЗУ.

Конструктивное исполнение
―― Кристаллы микросхем производятся по радиацинно-стойкой КМОП КНС технологии;

―― Н2 – микросхемы изготавливаются в бескорпусном исполнении на гибком полиимидном носителе 
с ленточными выводами;

―― У – микросхемы изготавливаются в металлокерамическом корпусе с золотым покрытием 
выводов.

Основные параметры
Стойкость к воздействию специальных факторов

Условное 
обознач. 

м/сх

Значения характеристик специальных факторов соответствующие группам исполнения 

7.И1 7.И4 7.И6 7.И7 7.И8 7.И12 7.И13 7.С1 7.С4 7.К1 7.К4

1620РЕ1 
1620РЕ2 5УС – 2·5УС 6УС (0,6·4УС)1) 2·2Р 1,2·2Р 5УС 10·1УС 0,5·1К 0,1·1К

1620РЕ3А  
1620РЕ3Б 5УС – 2·5УС

6УС 3УС 5·2Р 0,5·2Р 5УС 5УС 2,5·1К 0,5·1К
(2·4УС)3)

1620РУ2 5УС – 2·5УС

5·4УС 1,6·2УС 2·2Р 0,5·2Р 5УС

2,5·5УС 0,5·1К 0,1·1К
(6УС)2) (10·5УС)2)

1620РУ6 6УС 6УС 2,5·6УС 6УС 
 3УС

1)

- - 5УС 10·5УС 2,5·1К 0,5·1К
(2,5·6УС)4)

1620РУ8 5УС 5УС 2,5·6УС 7·1УС 
(0,8·4УС)1)

0,01·3Р - 5УС 0,07·5УС 0,7·1К 0,03·1К
(0,6·6УС)4)

1620РУ9 5УС 5УС 2·5УС

6УС (0,4·3УС)1)

3Р 0,11·3Р 5УС 5УС 2,5·1К 0,5·1К
(4·4УС)5) (0,9·3УС)6)

1) В режиме считывания. 
2) (tACEL = tAAL/H) ≤ 610 нс (tCYR ≥ 1320 нс). 
3) tACEL ≤ 180 нс при нормальных климатических условиях (25 ±10)0С и при пониженной рабочей температуре среды минус 600С 
и tACEL ≤ 200 нс при повышенной рабочей температуре среды плюс 850С 
[tCYR ≥ 290 нс (tWAL/H ≥ 200 нс и tWCEL = (180 – 2 000) нс, при этом tWAL/H ≥ tWCEL) и tRECCEH ≥ 110 нс в диапазоне рабочих температур 
среды от -60 до +850С] – для микросхем 1620РЕ3АН2. 
4) В режиме хранения и блокировки. 
5) (tACE1L = tAСЕ2H) ≤ 160 нс и tAОEL ≤ 70 нс, [tCYW (tCYR) ≥ 250 нс, tWCE1L (tWСЕ2H) ≥ 160 нс,  
tRECCE1H (tRECСЕ2L) ≥ 90 нс, tWWL ≥ 190 нс, tVОEL ≥ 70 нс, tHCE1HAL/H (tHСЕ2LAL/H) ≥ 30 нс,  
tHCE1HWL/R (tHСЕ2LWL/R) ≥ 30 нс и tHWH/RI/OL/H ≥ 30 нс] в диапазоне рабочих температур среды от -60 до +850С. 
6) В режиме хранения.
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Микросхемы интегральные 1620РУ6Н2АМ
Функциональное назначение микросхемы
Оперативное запоминающее устройство емкостью 2048 бит с организацией 512х4.

Конструктивное исполнение
Микросхемы являются бескорпусными и выполнены на гибком полиимидном носителе с ленточны-
ми выводами.

Нумерация, обозначение и назначение выводов микросхемы
Номер 

вывода 
микросхем в 

зоне монтажа

Номер вывода 
микросхем в зоне 
контактирования 

в поставочной 
таре-спутнике

Обозначение 
вывода

Функциональное 
назначение вывода

1 42 CE Выбор микросхемы

2 43 A3 Вход адреса 3

3 44 A4 Вход адреса 4

4 45 A5 Вход адреса 5

5 46 A7 Вход адреса 7

6 47 VСС-1-2p Напряжение питания разря-
дов 1-2

7 48 NC Свободный

8 1 A8 Вход адреса 8

9 2 Vcc Напряжение питания

10 3 GND Общий

11 4 DIO1 Вход/выход 1

12 5 DIO2 Вход/выход 2

13 6 GND Общий

14 19 DIO3 Вход/выход 3

15 20 DIO4 Вход/выход 4

16 21 WR/RD Запись/считывание

17 22 A6 Вход адреса 6

18 23 VСС-3-4p Напряжение питания разря-
дов 3-4

19 24 NC Свободный 

20 25 NC Свободный

21 26 LNH Блокировка

22 27 VСС обр Напряжение питания обрам-
ления

23 28 A1 Вход адреса 1

24 29 A0 Вход адреса 0

25 30 A2 Вход адреса 2

26 31 GND Общий

Примечание – Выводы микросхем в зоне контактирования в поставочной таре – спутнике с 7 по 18, 
24, 25, с 32 по 41, 48 NC – (свободные выводы).
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Электрические параметры микросхемы при приёмке и поставке, микросхемы 
в составе МСБ

Наименование параметра,  
единица измерения,  

режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура  

среды, °С До ВСФ В процессе и после 
ВСФ

не менее не более не менее не более

1 Выходное напряжение низкого уровня, В 
при UСС = (4,5 – 7,5) В и IOL ≤ 0,7 мА UOL

– 0,3 – 0,3 25 ±10

– 0,35 – 0,35 -601) – 85

2 Выходное напряжение высокого уровня, В  
при UCC = (4,5 – 7,5) В и IOH ≤ 0,7 мА�� UOH

(UCC-0,3) – (UCC-0,3) – 25 ±10

(UCC-0,35) – (UCC-0,35) – -601) – 85

3 Напряжение статической помехоустой-
чивости на входе микросхемы в состоянии 
низкого уровня (допустимое напряжение 
на входе микросхемы в состоянии низкого 
уровня с учетом статической помехи), В  
при UCC = 4,5 В и UCC = 7,5 В

UML

– 1 – 1 25 ±10

– 1 – 1 -601) – 85

4 Напряжение статической помехоустой-
чивости на входе микросхемы в состоянии 
высокого уровня (допустимое напряжение 
на входе микросхемы в состоянии высокого 
уровня с учетом статической помехи), В 
при UCC = 4,5 В и UCC = 7,5 В

UMH

(UCC-1,0) – (UCC-1,0) – 25 ±10

(UCC-1,0) – (UCC-1,0) – -601) – 85

5 Ток потребления в режиме хранения, мА 
при UСС = (4,5 – 7,5) В IССS

– 1 – 82) 25 ±10

– 2 – 82) -601) – 85

6 Динамический ток потребления, мА при 
UСС = (4,5 – 7,5) В, f ≤ 1 МГц и CL ≤ 50 пФ3) IOCC

– 10 – 152) 25 ±10

– 15 – 152) -601) – 85
7 Ток утечки низкого и высокого уровня на 
входе, мкА при UСС = (4,5 – 7,5) В, UIL = 0 В (GND) 
и UIH = UCC

IILL, IILH

– 5 – 5  25 ±10

– 15 – 15 -601) – 85

8 Выходной ток низкого и высокого уровня 
в состоянии «Выключено» по выводам вход/ 
выход, мкА

IDIOZL, IDIOZH

– 30 – 30 25 ±10

– 50 – 50 -601) – 85

9 Время выборки разрешения (адреса), нс 
при UСС = (4,5 – 7,5) В, tCYRD ≥ (tWCEH+tWCEL) нс 
и CL ≤ 50 пФ3)

tACE
(tAA)

– 250 – 250 25 ±10

– 300 – 300 -601) – 85

10 Время цикла записи (считывания), нс tCYWR 

(tCYRD)
(tWCEH+ tWCEL) – (tWCEH+tWCEL) – 25 ±10  

-601) – 85

11 Длительность сигнала разрешения CE 
в режиме разрешения, нс  tWCEH 

400 – 400 – 25 ±10

450 – 450 – -601) – 85

12 Длительность сигнала разрешения CE 
в режиме хранения, нс tWCEL

350 – 350 – 25 ±10
400 – 400 – -601) – 85

13 Длительность сигнала записи/считывания 
WR/RD при записи, нс tWWRH tWCEH – tWCEH –

25 ±10
-601) – 85

14 Длительность сигнала записи/считывания 
WR/RD при считывании, нс tWRDL tWCEH – tWCEH –

25 ±10

-601)

85
15 Время установления сигнала адреса (А0 – 
А8) перед нарастанием сигнала разрешения 
СЕ, нс

tSU(CEH-A) 0 – 0 – 25 ±10
-601) – 85

16 Время установления сигнала записи/счи-
тывания WR/RD перед нарастанием сигнала 
разрешения CE при записи (считывании), нс

tSU(CEH– WRH) 

(tSU(CEH–RDL))
0 – 0 – 25 ±10 

-601) – 85

17 Время установления сигнала входной 
информации (DIO1 – DIO4) перед нараста-
нием сигнала разрешения СE при записи, нс

tSU(CЕH–DI0) 0 – 0 –
25 ±10 
-601) 
85

18 Время сохранения сигнала записи/считы-
вания WR/RD после спада сигнала разреше-
ния СE при записи (считывании), нс

tV(CEL-WRH)
  

(tV(CEL-RDL))
0 – 0 – 25 ±10 

-601) – 85

19 Время сохранения сигнала входной 
информации (DIO1 – DIO4) после спада сиг-
нала разрешения СE при записи, нс

tV(CEL-DIO) 0 – 0 – 25 ±10 
-601) – 85

20 Время сохранения сигнала адреса A после 
спада сигнала разрешения СE, нс tV(CEL-A) 0 – 0 – 25 ±10 

-601) – 85
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Наименование параметра,  
единица измерения,  

режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура  

среды, °С До ВСФ В процессе и после 
ВСФ

не менее не более не менее не более
21 Время нарастания и спада входных сиг-
налов, нс tLH, tHL – 10 – 10 25 ±10 

-601) – 85
22 Входная емкость, пФ CI – 6 – 6 25 ±10

23 Емкость входа/выхода, пФ CDIO – 7 – 7 25 ±10
24 Функциональный контроль  
при UCC = 4,5 B  и UCC = 7,5 B, (tCYWR, tCYRD) ≥ 
(tWCEH+tWCEL) нс и CL ≤ 50 пФ3)

ФК ПАКД.431223.015ТБ 25 ±10 
-601) – 85

1) Для микросхем в составе МСБ.  
2) В процессе воздействия факторов 7И6, 7И8 величина тока потребления не нормируется. 
3) С учетом всех паразитных емкостей. 
Примечания 
1 Временные параметры по пунктам 10 – 21 настоящей таблицы являются режимными, их значение проверяют при 
проверке времени выборки разрешения (адреса) tACE (tAA) по временным диаграммам.
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Микросхемы интегральные 1620РУ6У
Функциональное назначение микросхемы
Оперативное запоминающее устройство (512х4).

Конструктивное исполнение
Микросхемы поставляются в металлокерамических корпусах 
Н14.42 с золотым покрытием выводов.

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

№ вывода 
корпуса Обозначение вывода Функциональное назначение вывода

1 GND Общий
2 NC Вывод свободный
3 DIO1 Вход/выход 1
4 NC Вывод свободный
5 NC Вывод свободный
6 NC Вывод свободный
7 NC Вывод свободный
8 DIO2 Вход/выход 2
9 NC Вывод свободный
10 NC Вывод свободный
11 GND Общий
12 NC Вывод свободный
13 DIO3 Вход/выход 3
14 NC Вывод свободный
15 NC Вывод свободный
16 DIO4 Вход/выход 4
17 NC Вывод свободный
18 NC Вывод свободный
19 WR/RD Запись/считывание
20 A6 Вход адреса 6
21 NC Вывод свободный
22 VСС-3-4p Напряжение питания разрядов 3-4
23 LNH Блокировка
24 VСС обр Напряжение питания обрамления
25 NC Вывод свободный
26 NC Вывод свободный
27 A1 Вход адреса 1
28 A0 Вход адреса 0
29 NC Вывод свободный
30 NC Вывод свободный
31 A2 Вход адреса 2
32 GND Общий
33 CE Вход разрешения
34 A3 Вход адреса 3
35 NC Вывод свободный
36 A4 Вход адреса 4
37 A5 Вход адреса 5
38 NC Вывод свободный
39 A7 Вход адреса 7
40 VСС-1-2p Напряжение питания разрядов 1-2
41 A8 Вход адреса 8
42 VСС Напряжение питания

36

 

28

37

1
42

27 

6 

7 15

16
 

Условное графическое обозначение

Cхема расположения выводов 
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Основные электрические параметры микросхем

Наименование параметра, 
единица измерения, режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура  

среды, °С До ВСФ В процессе и после ВСФ

не менее не более не менее не более

1 Выходное напряжение низкого уровня, В  
при UСС = (4,5 – 7,5) В и IOL ≤ 0,7 мА UOL

– 0,3 – 0,3 25 ±10

– 0,35 – 0,35 -60 – 85

2 Выходное напряжение высокого уровня, 
В при UСС = (4,5 – 7,5) В и IOH ≤ 0,7 мА UOH

(UCC-0,3) – (UCC-0,3) – 25 ±10

(UCC-0,35) – (UCC-0,35) – -60 – 85
3 Напряжение статической помехоустой-
чивости на входе микросхемы в состоянии 
низкого уровня (допустимое напряжение 
на входе микросхемы в состоянии низкого 
уровня с учетом статической помехи), В 
при UCC = 4,5 В и UCC = 7,5 В 

UML

– 1 – 1 25 ±10

– 1 – 1 -60 
85

4 Напряжение статической помехоустой-
чивости на входе микросхемы в состоянии 
высокого уровня (допустимое напряжение 
на входе микросхемы в состоянии высо-
кого уровня с учетом статической помехи), 
В при UCC = 4,5 В и UCC = 7,5 В

UMH

(UCC-1,0) – (UCC-1,0) – 25 ±10

(UCC-1,0) – (UCC-1,0) – -60 
85

5 Ток потребления в режиме хранения, мА,
при UСС = (4,5 – 6,5) В

ICS

–
1

–
61) 25 ±10

2 61) -60 – 85

при 6,5 В < UСС ≤ 7,5 В –
1

–
81) 25 ±10

2 81) -60 – 85

6 Динамический ток потребления, мА  
при UСС = (4,5 – 6,5)В, f ≤ 1 МГц и CL ≤ 50 пФ2)

ICO

–
10

–
101) 25 ±10

15 151) -60 – 85

при 6,5 В < UСС ≤ 7,5 В, f ≤ 1 МГц и CL ≤ 50 пФ2) –
10

–
151) 25 ±10

15 151) -60 – 85
7 Ток утечки низкого и высокого уровня на 
входе, мкА при UСС = (4,5 – 7,5) В,  
UIL = 0 В (GND) и UIH = UCC

IILL, IILH

– 5 – 5 25 ±10

– 15 – 15 -60 – 85

8 Выходной ток низкого и высокого уровня 
в состоянии «Выключено» по выводам 
вход/выход, мкА

IDIOZL, IDIOZH

– 30 – 30 25 ±10

– 50 – 50 -60 – 85

9 Время выборки разрешения, нс  
при UСС = (4,5 – 7,5) В, tCYRD ≥ (tWCEH+tWCEL) нс  
и CL ≤ 50 пФ2)

tACE 

(tAA)

– 250 – 250 25 ±10

– 300 – 300 -60 – 85

10 Время цикла записи (считывания), нс tCYWR 

(tCYRD)
(tWCEH+tWCEL) – (tWCEH+tWCEL) – 25 ±10 

-60 – 85

11 Длительность сигнала разрешения CE 
в режиме разрешения, нс tWCEH

400 – 400 – 25 ±10

450 – 450 – -60 – 85

12 Длительность сигнала разрешения CE 
в режиме хранения, нс tWCEL

350 – 350 – 25 ±10

400 – 400 – -60 – 85

13 Длительность сигнала записи/считыва-
ния WR/RD при записи, нс tWWRH tWCEH – tWCEH –

25 ±10
-60 – 85

14 Длительность сигнала записи/считыва-
ния WR/RD при считывании, нс tWRDL tWCEH – tWCEH

 –
25 ±10

-60 – 85
15 Время установления сигнала адреса  
(А0 – А8) перед нарастанием сигнала раз-
решения СЕ, нс

tSU(CEH-A) 0 – 0 –
25 ±10

-60 – 85

16 Время установления сигнала записи/
считывания WR/RD перед нарастанием 
сигнала разрешения CE при записи 
(считывании), нс

tSU(CEH– WRH)

0 – 0 – 25 ±10 
-60 – 85

(tSU(CEH–RDL)) 

17 Время установления сигнала входной 
информации (DIO1 – DIO4) перед нараста-
нием сигнала разрешения СE при записи, 
нс

tSU(CЕH–DI0) 0 – 0 – 25 ±10
-60 – 85

18 Время сохранения сигнала записи/счи-
тывания WR/RD после спада сигнала раз-
решения СE при записи (считывании), нс

tV(CEL-WRH)
 

(tV(CEL-RDL))
0 – 0 – 25 ±10

-60 – 85

19 Время сохранения сигнала входной 
информации (DIO1 – DIO4) после спада сиг-
нала разрешения СE при записи, нс

tV(CEL-DIO) 0 – 0 – 25 ±10
-60 – 85
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Наименование параметра, 
единица измерения, режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура  

среды, °С До ВСФ В процессе и после ВСФ

не менее не более не менее не более
20 Время сохранения сигнала адреса A 
после спада сигнала разрешения СE, нс tV(CEL-A) 0 – 0 – 25 ±10

-60 – 85
21 Входная емкость, пФ CI – 6 – 6 25 ±10

22 Емкость входа/выхода, пФ CDIO – 7 – 7 25 ±10
23 Время нарастания и спада входных 
сигналов, нс tLH, tHL - 10 - 10 25 ±10

-60 – 85
24 Функциональный контроль  
при UCC = 4,5 B и UCC = 7,5 B, (tCYWR, tCYRD) ≥  
≥ (tWCEH+tWCEL) нс и CL ≤ 50 пФ2)

ФК ПАКД.431223.014ТБ 25 ±10 
-60 – 85

1) В процессе воздействия факторов 7И6, 7И8 величина тока потребления не нормируется. 
2) С учетом всех паразитных емкостей. 
Примечания 
1 Временные параметры по пунктам 10 – 20 настоящей таблицы являются режимными, их значение проверяют при проверке 
времени выборки разрешения (адреса) tACE (tAA) по временным диаграммам.
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Микросхемы интегральные 1637РУ1АУ, 
1637РУ1БУ
Функциональное назначение микросхемы
Cтатическое оперативное запоминающее устройство (128Кх8)

Конструктивное исполнение
Микросхемы 1637РУ1АУ, 1637РУ1БУ изготавливаются в металлокера-
мических корпусах с золотым покрытием выводов Н14.42.

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода 
микросхем

Обозначение 
вывода Наименование вывода 

1 NC Свободный вывод

2 A16 Вход адреса

3 A14 Вход адреса

4 A12 Вход адреса

5 A7 Вход адреса

6 A6 Вход адреса

7 A5 Вход адреса

8 A4 Вход адреса

9-13 NC Свободный вывод

14 A3 Вход адреса

15 A2 Вход адреса

16 A1 Вход адреса

17 A0 Вход адреса

18 I/O0 Вход/выход данных

19 I/O1 Вход/выход данных

20 I/O2 Вход/выход данных

21 GND (OV) Общий вывод

22 I/O3 Вход/выход данных

23 I/O4 Вход/выход данных

24 I/O5 Вход/выход данных

25 I/O6 Вход/выход данных

26 I/O7 Вход/выход данных

27 CE1 Вход разрешения 1 по низкому уровню

28 A10 Вход адреса

29 OE Вход разрешения выхода по низкому 
уровню

30-34 NC Свободный вывод

35 A11 Вход адреса

36 A9 Вход адреса

37 A8 Вход адреса

38 A13 Вход адреса

39 WE Вход разрешения записи (считывания) 
по низкому (высокому) уровню

40 CE2 Вход разрешения 2 по высокому уровню

41 A15 Вход адреса

42 VCC
Вывод питания от источника напряже-
ния 

36

 

28

37

1
42

27 

6 

7 15
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Условное графическое обозначение

Cхема расположения выводов 
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Электрические параметры микросхем при приемке и поставке  
и микросхем 1637РУ1АУ и микросхем 1637РУ1БУ в составе МСБ

Наименование параметра, единица измерения, режим 
измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра Температура 
среды, °С 

Примеча-
ниене менее не более

1 Выходное напряжение низкого уровня, B 
при UСС = 5 В ±10%, UIL = 0,75 В ±0,05, UIН = 2,5 В ±0,1 и IOL ≤ 8 мА UOL   –   0,4  25 ±10

-451), -60 – 85  

2 Выходное напряжение высокого уровня, В 
при UСС = 5 В ±10%, UIL = 0,75 В±0,05, UIН = 2,5 В ±0,1 
IOH ≤ 4 мА IOH ≤ 0,1 мА

UOН
2,4

(UCC-0,3) – 25 ±10
-451), -60 – 85  

3 Напряжение питания в режиме хранения при КМОП–
уровнях на входах, В UIL = (0,0 – 0,2) В, UIН = (2,8 – 3,0) В 
при UСЕ1Н ≥ (UCCS – 0,2) В и (или) UСЕ2L ≤ 0,2 В

UCCS 3 5,5 25 ±10
-451), -60 – 85 1, 2

4 Ток потребления в режиме хранения при ТТЛ–уровнях на 
входах, мА 
при UСС = 5 В ±10%, UIL = (0,7 – 0,8) В, UIН = (2,4 – 2,6) В, 
UСЕ1Н = (2,4 – 2,6) В, и (или) UСЕ2L = (0,7 – 0,8) В

ICCS1 – 30 25 ±10
-451), -60 – 85  

5 Ток потребления в режиме хранения при КМОП–уровнях 
на входах, мА 
при UСС= 5 В ±10%, UIL = (0,0 – 0,2) В, UIН = (5,3 – 5,5) В, 
UСЕ1Н ≥ (UCC – 0,2) В и (или) UСЕ2L ≤ 0,2 В 

ICCS2 – 5  25 ±10
-451), -60 – 85   

6 Динамический ток потребления при ТТЛ–уровнях на 
входах, мА при UСС = 5 В ±10%, UIL = (0,6 – 0,8) В, 
UIН = (2,4 – 2,6) В, UСЕ1L = (0,6 – 0,8) В и (или) UСЕ2H = (2,4 – 2,6) В, 
tCYR (tCYW) ≥ 80 нс и CL

2) ≤ 30 пФ 
ICCО – 90 25 ±10

-451), -60 – 85 1, 2

7 Ток утечки высокого и низкого уровня на входе, мкА при 
UСС= 5 В ±10% UIL = GND, UIН = UСС

ILIH, ILIL – 1 25 ±10 
-451), -60 – 85  

8 Выходной ток высокого и низкого уровня в состоянии 
«Выключено», мкА при UСС = 5 В ±10%, UIL = GND, UIН = UСС

II/OZH, 
II/OZL

– 1 25 ±10 
-451), -60 – 85 3

9 Время выборки разрешения, нс 
при UСС = 5 В ±10%, UIL = (0,0 – 0,2) В, UIН = (3,0 – 3,2) В, 
tCYR (tCYW) ≥ 25 нс, CL

2) ≤ 30 пФ
tАСЕ 

 (tАСЕ1, tАСЕ2)
– 25 25 ±10 

-451), -60 – 85 1, 2

10 Время выборки адреса, нс 
при UСС= 5 В ±10%, UIL = (0,0 – 0,2) В, UIН = (3,0 – 3,2) В, tCYR (tCYW) 
≥ 25 нс, CL

2) ≤ 30 пФ
tАА – 25 25 ±10 

-451), -60 – 85 1, 2

11 Время выборки разрешения выхода по сигналу ОЕ, нс 
при UСС = 5 В ±10%, UIL = (0,0 – 0,2) В, UIН = (3,0 – 3,2) В, 
tCYR (tCYW) ≥ 25 нс, CL

2) ≤ 30 пФ
tАОЕ – 7 25 ±10 

-451), -60 – 85 1, 2

12 Время цикла считывания, нс 
при UСС = 5 В ±10%, CL

2) ≤ 30 пФ tСYR 25 – 25 ±10 
-451), -60 – 85  

13 Время цикла записи, нс при UСС = 5 В ±10%, tСYW 25 – 25 ±10 
-451), -60 – 85  

14 Длительность импульсов по низкому уровню сигнала СЕ1 
и по высокому уровню сигнала СЕ2, нс tWCE1L (tWCE2H) 23 – 25 ±10 

-451), -60 – 85  

15 Длительность импульса по низкому уровню 
сигнала WE, нс tWWЕL 23 –

25 ±10 
-451), -60 

85
 

16 Время удержания сигнала WE после сигналов CE1, СЕ2, нс tHCE1LWEH 
(tHCE2HWEH) 23 – 25 ±10 

-451), -60 – 85  

17 Время удержания сигнала CE1, СЕ2 после 
сигналов WE1, нс

tHWELCE1H 
(tHWELCE2L)

23 – 25 ±10 
-451), -60 – 85  

18 Время удержания сигнала адреса после сигналов CE1, 
СЕ2 или сигнала WE, нс

tHCE1HA (tHCE2LA), 
tHWEHA

2 – 25 ±10 
-451), -60 – 85  

19 Время удержания сигналов CE1, СЕ2 или сигнала WE, 
после сигнала адреса, нс

tНACE1H (tНACE2L), 
tНAWEH

23 – 25 ±10 
-451), -60 – 85  

20 Время удержания сигнала WE или сигналов CE1, СЕ2 
после сигнала входной информации, нс

tHDIWEL, tHDIСE1L 
(tHDIСE2H) 20 – 25 ±10 

-451), -60 – 85  

21 Время удержания сигнала входной информации после 
сигнала WE или сигналов CE1, СЕ2, нс

tHWEHDI, tHСE1HDI 
(tHСE2LDI)

0 – 25 ±10 
-451), -60 – 85  

22 Время установления сигнала WE или сигналов CE1, СЕ2 
после сигнала адреса, нс

tSUAWEL, tSUACE1L 
(tSUACE2H) 0 – 25 ±10 

-451), -60 – 85  

23 Время установления напряжения питания UCC в режим 
хранения UCCS после сигналов CE1, СЕ2, нс

tSUCE1HUccsL 
(tSUCE2LUccsL)

0 – 25 ±10 
-451), -60 – 85  

24 Время удержания сигналов CE1, СЕ2 после перевода 
напряжения питания из режима хранения UCCS в рабочее 
напряжение UCC, нс

tHUсснCE1H 
(tHUccнCE2L)

3 – 25 ±10 
-451), -60 – 85  

25 Время нарастания и спада входных сигналов, нс tLH, tHL – 5 25 ±10 
-451), -60 – 85  



23﻿

Наименование параметра, единица измерения, режим 
измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра Температура 
среды, °С 

Примеча-
ниене менее не более

26 Информационная емкость (количество информаци-
онных слов х количество разрядов в информационном 
слове) бит (бит х разряд)

QINF (q x n) 1048576  
(131072 х 8)

25 ±10 
-451), -60 – 85  

1) Только для микросхем 1637РУ1Б 
2) С учетом всех паразитных емкостей 
Примечания 
1. Погрешность установки временных входных сигналов должна быть не более плюс 1 % и не менее минус 1%. 

Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +85

Предельная температура среды °С от -60 до +150
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Микросхемы интегральные 563РЕ1, 
Н563РЕ1, Б563РЕ14
Функциональное назначение микросхемы
Статическое оперативное запоминающее устройство (1Кх8)

Конструктивное исполнение
Микросхемы 563РЕ1, Н563РЕ1 изготавливаются в металлокерами-
ческих корпусах с золотым покрытием выводов 4131.24 и Н08.24 
соответственно, Б563РЕ1-4 в бескорпусном исполнении на общей 
пластине.

Используется для работы в комплекте с 8-разрядным микрокон-
троллером.

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода Микросхем 
563РЕ1, Н563РЕ1 

(контактной площадки 
микросхем Б563РЕ1-4)

Обозначение 
вывода Функциональное назначение вывода

1(1) А7 Вход адресный

22() А8 Вход адресный

3(3) А2 Вход адресный

4(4) А1 Вход адресный

5(5) А0 Вход адресный

6(6) 0V Общий вывод

7(8) A6 Вход адресный

8(9) A5 Вход адресный

9(10) A4 Вход адресный

10(11) A3 Вход адресный

11(12) A9 Вход адресный

12(13) U Вывод питания от источника напря-
жения

13(14) A12 Вход адресный

14(16) DO0 Выход нулевого разряда данных

15(17) D01 Выход первого разряда данных

16(18) D02 Выход второго разряда данных

17(20) D03 Выход третьего разряда данных

18(21) CE Вход сигнала разрешения

19(22) A10 Вход адресный

20(23) DO4 Выход четвертого разряда данных

21(24) DO5 Выход пятого разряда данных

22(25) DO6 Выход шестого разряда данных

23(26) DO7 Выход седьмого разряда данных

24(28) A11 Вход адресный

Условное графическое обозначение

Cхема расположения выводов 
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Краткие обобщенные электрические характеристики

Наименование параметра,  
единица измерения, режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра Температура 
среды, °С 

не менее не более
Выходное напряжение низкого уровня, В  
при IOL ≤ 1,6 мА UOL - 0,4 25 ±10 

-60 – 125
R1≥ 10 МОм 0,1
Выходное напряжение высокого уровня, В  
при IOH ≤ 0,6 мА UOH

3,6 - 25 ±10 
-60 – 125

R1≥ 10 МОм 4,4 -

Ток потребления в режиме хранения, мкА ICCS -
25* 25 ±10

100 -60 – 125

Выходной ток низкого уровня в состоянии «Выключено», мкА IOZL -
5* 25 ±10

10 -60 – 125

Выходной ток высокого уровня в состоянии «Выключено», мкА IOZH -
5* 25 ±10

10 -60 – 125

Ток утечки низкого уровня на входе, мкА ILIL  
0,5* 25 ±10

1 -60 – 125

Ток утечки высокого уровня на входе, мкА ILIH -
0,5* 25 ±10

1 -60 – 125

Время выборки адреса, нс tАА - 300* 25 ±10 
-60 – 125

Время установления сигнала разрешения после сигнала адреса, нс tSU(A-CE) 0 - 25 ±10 
-60 – 125

Минимальная длительность сигнала разрешения, нс tW(CE) 300 - 25 ±10 
-60 – 125

Время восстановления сигнала разрешения. нс tREC(CE) 200 - 25 ±10 
-60 – 125

Время сохранения выходной информации после сигнала разрешения, 
нс tV(CE-DO) - 100 25 ±10 

-60 – 125

Время удержания сигнала адреса после сигнала разрешения, нс tH(СЕ-А) 70 - 25 ±10 
-60 – 125

Время цикла считывания, нс tCY(RD) 500 - 25 ±10 
-60 – 125

Входная емкость, пФ C1 - 16 25 ±10

Выходная емкость, пФ C0 - 16 25 ±10

Емкость по выводу питания, мкФ CC - 0,015 25 ±10
Применчания 
Знаком * отмечены параметры в том числе и для микросхем Б563РЕ1-4 
Нормы электрических параметров микросхем Б563РЕ1-4 в составе ГС соответствуют нормам электрических параметров 
микросхем 563РЕ1, Н563РЕ1 

Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +125

Предельная температура среды °С от -60 до +150
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Микросхемы интегральные 563РЕ2А, 
Н563РЕ2А, 563РЕ2Б, Н563РЕ2Б, 
Б563РЕ2-4
Функциональное назначение микросхемы
Постоянное запоминающее устройство (масочное) (32Кх8) 

Конструктивное исполнение
Микросхемы 563РЕ2А, Н563РЕ2А, 563РЕ2Б, Н563РЕ2Б, Б563РЕ2-4 
поставляются в металлокерамических корпусах с золотым покры-
тием выводов 4119.28 и Н16.48, Б563РЕ2-4 в бескорпусном испол-
нении на общей пластине. Используется для работы в комплекте 
с 8-разрядным микроконтроллером

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода и контактной 
площадки

Обозначение НаименованиеТип микросхемы
563РЕ2А, 
563РЕ2Б

Н563РЕ2А, 
Н563РЕ2Б Б563РЕ2-4

1 1 1 DE Вход «блокировка»

2 2 2 А12 Вход адресный строки

3 3 3 А7 Вход адресный строки

4 4 4 А6 Вход адресный строки

5 5 5 А5 Вход адресный строки

6 7 6 А4 Вход адресный строки

7 8 7 А3 Вход адресный столбца

8 17 8 А2 Вход адресный столбца

9 18 9 А1 Вход адресный слова

10 20 11 А0 Вход адресный слова

11 21 12 DO0 Выход нулевого разряда

12 2 13 DO1 Выход первого разряда

13 23 14 DO2 Выход второго разряда

14 24 15 GND Общий вывод

15 25 16 DO3 Выход пятого разряда

16 26 17 DO4 Выход четвертого разряда

17 27 18 DO5 Выход пятого разряда

18 28 19 DO6 Выход шестого разряда

19 29 20 DO7 Выход седьмого разряда

20 31 22 CE Вход сигнала разрешения

21 32 23 A10 Вход адресный столбца

22 41 24 OE Вход сигнала разрешения 
выхода

23 42 25 A11 Вход адресный столбца

24 44 26 A9 Вход адресный строки

25 45 27 A8 Вход адресный строки

26 46 28 A13 Вход адресный строки

27 47 29 A14 Вход адресный строки

28 48 30 U Вывод питания от источника 
напряжения

Примечание – Выводы 6, 9–16, 19, 30, 33–40, 43 микросхем Н563РЕ2А, Н563РЕ2Б, 
контактные площадки 10,21 микросхемы Б563РЕ2-4-NC

Условное графическое обозначение
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Краткие обобщенные электрические характеристики

Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С 563РЕ2А, Н563РЕ2А 563РЕ2Б, Н563РЕ2Б

не менее не более не менее не более
Выходное напряжение высокого уровня, В 
Ucc= 5,0 В ±10% и IOH ≤ 1,2 мА UOH

2,4
-

2,4*
- 25 ±10 

-60 +125
IOH ≤ 4,4 · 10-4 мА 4,4 4,4
Выходное напряжение низкого уровня, В 
Ucc=5,0 В ±10% и IOL ≤ 2,0 мА UOL -

0,4
-

0,4* 25 ±10 
-60 +125

IOL ≤ 4,4 · 10-4 мА 0,1 0,1

Ток потребления в режиме хранения, мА при 
Ucc=5,0 В ±10% ICCS -

0,09
-

0,9* 25 ±10
0,1 1,0 -60 +125

Выходной ток низкого и высокого уровня 
в состоянии «Выключено», мкА при  
Ucc= 5,0 В ±10% UOZL= 0 B (GND) и UOZN= UCC

IOZL, IOZH -
5

-
5* 25 ±10

10 10 -60 +125

Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, 
мкА при Ucc=5,0 В ±10% UIL= 0 B(GND) и UIH = UCC

ILIL, ILIH -
0,5

-
0,5* 25 ±10

1,0 1,0 -60 +125
Время выборки адреса, мкс при Ucc=5,0 В ±10%  
tCY(RD) ≥ 0,4 мкс и СL = 50 пФ ±20% tА(А0) tА(А1) -

0,09
-

0,09* 25 ±10
0,1 0,1 -60 +125

Время установления сигнала разрешения после 
сигнала адреса, мкс tSU(A-CE) tHL(CE) - tHL(CE) - 25 ±10 

-60 +125

Длительность сигнала разрешения, мкс tW(CE) 0,3 - 0,3 - 25 ±10 
-60 +125

Время восстановления сигнала разрешения tREC(CE) 0,1 - 0,1 - 25 ±10 
-60 +125

Время выборки разрешения, мкс  
при Ucc= 5,0 В ±10% tCY(RD) ≥ 0,4 мкс  
и СL = 50 пФ ±20%

tА(СЕ) -
0,28

-
0,28* 25 ±10

0,3 0,3 -60 +125

Время выборки разрешения выхода, мкс при 
Ucc=5,0 В ±10% tCY(RD) ≥ 0,4 мкс  
и СL = 50 пФ±20%

tА(ОЕ) - 0,03 - 0,03* 25 ±10 
-60 +125

Время цикла считывания, мкс  
при Ucc=5,0 В ±10% и СL = 50 пФ±20% tCY(RD) 0,4 - 0,4* - 25 ±10  

-60 +125
Информационная емкость (количество 
информационных слов х количество разрядов в 
информационном слове), бит (бит х разряд)

QINF (g x n) 262144
(32768x8) - 262144

(32768x8) - 25 ±10

Входная емкость, пФ C1 - 12 - 12 25 ±10

Выходная емкость, пФ C0 - 12 - 12 25 ±10
* Параметры в том числе и для микросхем Б563РЕ2-4 Примечание – Параметры tSU(A-CE), tW(CE), tREC(CE), tCY(RD) являются режимными, 
их значения проверяют косвенно 

Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +125

Предельная температура среды °С от -60 до +150
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Микросхемы интегральные 1839РЕ1АУ, 
1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ
Функциональное назначение микросхемы
Постоянное запоминающее устройство (масочное) (16Кх32)

Конструктивное исполнение
Микросхемы 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ поставля-
ются в металлокерамических корпусах Н18.64 с золотым покрыти-
ем выводов.

Используется для работы в комплекте с 32-разрядным микрокон-
троллером.

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер 
вывода 

микросхем 
Обозначение 

вывода
Тип 

вывода Наименование вывода

1 A7 Вход Седьмой разряд адреса

2 A6 Вход Шестой разряд адреса

3 A5 Вход Пятый разряд адреса

4 A4 Вход Четвертый разряд адреса

5 A3 Вход Третий разряд адреса

6 U – Вывод питания от источника напряже-
ния

7 D0 Выход Нулевой разряд данных

8 – – Не используется

9 – – Не используется

10 – – Не используется

11 D1 Выход Первый разряд данных

12 D2 Выход Второй разряд данных

13 D3 Выход Третий разряд данных

14 D4 Выход Четвертый разряд данных

15 D5 Выход Пятый разряд данных

16 D6 Выход Шестой разряд данных

17 D7 Выход Седьмой разряд данных

18 D8 Выход Восьмой разряд данных

19 D9 Выход Девятый разряд данных

20 D10 Выход Десятый разряд данных

21 D11 Выход Одиннадцатый разряд данных

22 D12 Выход Двенадцатый разряд данных

23 D13 Выход Тринадцатый разряд данных

24 D14 Выход Четырнадцатый разряд данных

25 D15 Выход Пятнадцатый разряд данных

26 OV – Общий вывод

27 А0 Вход Нулевой разряд адреса

29 А12 Вход Двенадцатый разряд адреса

30 А1 Вход Первый разряд адреса

31 А13 Вход Тринадцатый разряд адреса

32 OV – Общий вывод

Условное графическое обозначение

Cхема расположения выводов 
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Краткие обобщенные электрические характеристики
Наименование параметра,  

единица измерения,  
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра Температура 
среды, °С не менее не более

1 Выходное напряжение низкого уровня, В  
при IDOL= 2,0 мА UCC= 4,5 В RL ≥ 10 МОм UCC= 4,5 В UOL –

0,4 25 ±10

0,5 -60 – 125, 85*

0,1 25 ±10 
-60 – 125, 85*

2 Выходное напряжение высокого уровня, В  
при IDOH = 1,2 мА UCC= 4,5 В RL ≥ 10 МОм UCC = 4,5 В UOН

2,4
– 25 ±10 

-60 – 125, 85*4,4

3 Ток потребления в режиме хранения, мА при UCC= 5,5 В ICCS – 1 25 ±10 
-60 – 125, 85*

4 Динамический ток потребления, мА 
при tCY= 1 мкс, СL= 50 пФ, RL≥ 10 МОм, UCC= 5,5 В ICCО – 10 25 ±10 

-60 – 125, 85*

5 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, мкА ILIL, ILIH – 5 25 ±10 
-60 – 125, 85*

6 Выходной ток низкого и высокого уровня в состоянии «Выклю-
чено», мкА IOZL, IOZH – 5 25 ±10 

-60 – 125, 85*
7 Время цикла считывания, нс  
при СL = 50 пФ, RL ≥ 10 МОм, UCC= 4,5 В 
1839РЕ1АУ 

tCY

– 180
25 ±10 

-60 – 125
1839РЕ1БУ – 250

1839РЕ1ВУ – 200 25 ±10 
-60 – 851839РЕ1ГУ – 200

8 Время выборки разрешения, нс  
при СL = 50 пФ, RL ≥ 10 МОм, UCC= 4,5 В
1839РЕ1АУ

tA(CE)

– 180
25 ±10 

-60 – 125
1839РЕ1БУ – 250

1839РЕ1ВУ – 200 25 ±10 
-60 – 851839РЕ1ГУ – 200

9 Входная емкость, пФ CI – 10 25 ±10

10 Выходная емкость, пФ C0 – 10 25 ±10

* Для микросхем 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ

Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +125

Предельная температура среды °С от -60 до +150
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Микросхемы интегральные бескор-
пусные 1620РЕ1Н2АМ 
Функциональное назначение микросхемы
Постоянное запоминающее устройство масочное (2Kх8).

Конструктивное исполнение
Микросхемы выполнены на гибком носителе с ленточными выво-
дами, модификация 2

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода 
микросхем 

Обозначение 
вывода Наименование вывода 

31 (26) О4 Выход данных четвёртого разряда

42 (1) О5 Выход данных пятого разряда

43 (2) О6 Выход данных шестого разряда

44 (3) О7 Выход данных седьмого разряда

45 (4) О8 Выход данных восьмого разряда

46 (5) CEH Вход сигнала разрешения по высокому 
уровню

47 (6) DST21) Вход дополнительной второй строки

2 (9) DST11) Вход дополнительной первой строки

3 (10) А10 Вход адресный десятый

4 (11) А9 Вход адресный девятый

5 (12) А8 Вход адресный восьмой

6 (13) VCC Вывод питания от источника напряжения

19 (14) A7 Вход адресный седьмой

20 (15) A6 Вход адресный шестой

21 (16) A5 Вход адресный пятый

22 (17) A4 Вход адресный четвёртый

23 (18) A3 Вход адресный третий

24 (19) A2 Вход адресный второй

25 (20) A1 Вход адресный первый

26 (21) A0 Вход адресный нулевой

27 (22) О1 Выход данных первого разряда

28 (23) О2 Выход данных второго разряда

29 (24) О3 Выход данных третьего разряда

30 (25) GND Общий вывод
1) Выводы DST1 и DST2 являются технологическими и при использовании микро-
схем соединяются с общим выводом GND.

Условное графическое обозначение

Схема расположения выводов микро-
схем в зоне контактирования в поста-

вочной таре-спутнике
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Краткие обобщенные электрические характеристики

Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С До ВСФ В процессе и после 
ВСФ

не менее не более не менее не более
1 Выходное напряжение низкого уровня по 
выводам (O1 – O8), В, при UCC = (4,5 – 7,5) В,  
UIL = (0 – 0,25 • UCC) В, UIH = UCEH) = (0,75 • UCC – UCC) В 
и IOL ≤ 1,4 мA

UOL – 0,2 
0,4 – 0,4 

0,4
(25 ±10)1), 2) 

-601) – 851), 2) 

2 Выходное напряжение высокого уровня по выво-
дам (O1 – O8), В, при UCC = (4,5 – 7,5) В, 
UIL = (0 – 0,25 • UCC) В,(UIH = UCEH) = (0,75 • UCC – UCC) В 
и IOH ≤ 0,8 мA

UOH

(UCC-0,2)
–

(UCC-0,4)
–

(25 ±10)1), 2)

(UCC-0,4) (UCC-0,4) -601) – 851), 2)

3 Ток потребления в режиме хранения, мА,  
при UCC = (4,5 – 7,5) В, (UIL = UCEL = UREСCEL ) = 0 В (GND) 
и UIH = UCC 

ICCS –
0,15

–
0,9 (25 ±10)1), 2)

0,9 0,9 -601) – 851), 2)

4 Динамический ток потребления, мА,  
при UCC = (4,5 – 7,5) В, UIL = (0 – 0,4) В ,  
UIH = [(UCC – 0,5) – UCC] B, t CYR ≥ 1 мкс (Q = (2±0,1),  
tSUAL/HCEH ≥ 15 нс,tWAL/H ≥ 0,5 мкс) без активной 
нагрузки на выходах (О1 – О8) и СL ≤ 50 пФ3)

IОCC –

6

–

10 (25 ±10)1), 2)

10 10 -601) – 851), 2)

5 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, 
мкА, при UCC = (4,5 – 7,5) В, UIL = 0 В (GND) и UIH = UCC 

IILL и IILH –
1

–
3 (25 ±10)1), 2)

3 3  -601) – 851), 2)

6 Выходной ток низкого и высокого уровня в 
состоянии «Выключено» по выводам (O1 – O8), мкА, 
при UCC = (4,5 – 7,5) В, (UIL = UOZL = UCEL =  
= UREСCEL) = 0 В (GND), и (UIH = UOZН) = UCC 

IOZL и IOZH –
3

–
9 (25 ±10)1), 2)

9 9 -601) – 851), 2)

7 Время выборки разрешения по сигналу CEH по 
высокому уровню, нс, при UCC = (4,5 – 7,5) В, (UАL = 
UREСCEL) = (0 – 0,4) В,(UАН = UCEH) = = [(UСС–0,5) – UCC] B,  
UOL = (0,25 • UCC) B и UOH = (0,75 • UCC) B,IOL ≤ 1,4 мA, 
IOH ≤ 0,8 мA,

tACEH –
160

–
200 (25 ±10)1), 2)

tCYСЕH ≥ 400 нс и CL ≤ 50 пФ3) 200 200 -601) – 851), 2)

8 Время цикла считывания, нс,  
при UCC = (4,5 – 7,5) В IOL ≤ 1,4 мA, IOH ≤ 0,8 мA  
и СL ≤ 50 пФ3)

tCYR 400 – 400 – (25 ±10)1), 2)

-601) – 851), 2)

9 Длительность импульса сигнала разрешения 
СЕH по высокому уровню при окончании его 
нарастания и спада, нс

tWCEH/L 200 – 200 – (25 ±10)1), 2)

-601) – 851), 2)

10 Время восстановления сигнала разрешения 
CEH по высокому уровню при окончании его спада 
и нарастания, нс

tREССEL/H 200 – 200 – (25 ±10)1), 2) 

-601) – 851), 2)

11 Время установления сигналов адреса  
(А0 – А10) в состояние низкого/высокого уровня 
относительно сигнала разрешения CEH по высо-
кому уровню по окончанию его нарастания, нс 

tSUАL/HСЕH 0 – 0 – (25 ±10)1), 2)

-601) – 851), 2)

12 Время удержания сигналов адреса  
(А0 – А10) в состоянии низкого/высокого уровня 
относительно сигнала разрешения CEH по 
высокому уровню по окончанию его нарастания, нс

tHСЕHАL/H

145
 

170
 

(25 ±10)1), 2)

170 170 -601) – 851), 2)

13 Время сохранения выходных данных по низкому 
(высокому) уровню по выводам выход (О1 – О8) 
относительно сигнала разрешения СЕН по высо-
кому уровню по окончанию его спада (переход 
выходов в состояние Z4), нс 

tVCELOL(H) 10 100 10 100 (25 ±10)1),2)

-601) – 851), 2)

14 Входная ёмкость, пФ СI – 7 – 7 (25 ±10)2), 5)

15 Выходная ёмкость, пФ CO – 7 – 7 (25 ±10)2), 5)

1) Для микросхемы в составе МСБ.  
2) Для микросхемы бескорпусной.  
3) С учётом всех паразитных емкостей.  
4) Z – третье состояние, высокое выходное сопротивление. 
5) После обрубки выводов до зоны монтажа.
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Микросхемы интегральные бескорпус-
ные 1620РЕ2Н2АМ
Функциональное назначение микросхемы
Постоянное запоминающее устройство масочное (4Кх8)

Конструктивное исполнение
Микросхема выполнена на гибком носителе с ленточными выво-
дами, модификация 2

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода 
микросхем Обозначение Наименование вывода 

1 (1) О4 Выход данных четвёртого разряда

2 (2) О5 Выход данных пятого разряда

3 (3) О6 Выход данных шестого разряда

4 (4) О7 Выход данных седьмого разряда

5 (5) О8 Выход данных восьмого разряда

6 (6) CEH Вход сигнала разрешения по высокому 
уровню

7 (7) А11 Вход адресный одиннадцатый

8 (8) DST1) Вход дополнительной строки

9 (9) А10 Вход адресный десятый

10 (10) А9 Вход адресный девятый

11 (11) А8 Вход адресный восьмой

12 (12) VCC Вывод питания от источника напряжения

13 (13) A7 Вход адресный седьмой

14 (14) A6 Вход адресный шестой

15 (15) A5 Вход адресный пятый

16 (16) A4 Вход адресный четвёртый

17 (17) A3 Вход адресный третий

18 (18) A2 Вход адресный второй

19 (19) A1 Вход адресный первый

20 (20) A0 Вход адресный нулевой

21 (21) О1 Выход данных первого разряда

22 (22) О2 Выход данных второго разряда

23 (23) О3 Выход данных третьего разряда

24 (24) GND Общий вывод

1) Вывод DST является технологическим и при использовании микросхем соеди-
няется с общим выводом GND. 

Условное графическое обозначение
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Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С До ВСФ В процессе и после 
ВСФ1)

не менее не более не менее не более
1 Выходное напряжение низкого уровня по выводам 
(O1 – O8), В, при UCC = (4,5 – 7,5) В,  
UIL = (0 – 0,25 • UCC) В, (UIH= UCEH) = (0,75 • UCC-UCC) В 
и IOL ≤ 1,4 мA

UOL
– 
–

0,2  
0,4

– 
 – 0,4 0,4

(25 ±10)1), 2) 

-601) – 851), 2)

2 Выходное напряжение высокого уровня по выво-
дам (O1 – O8), В, при UCC = (4,5 – 7,5) В,  
UIL = (0 – 0,25 • UCC) В, (UIH = UCEH) = (0,75 • UCC-UCC) В 
и IOH ≤ 0,8 мA

UOH

(UCC-0,2)
–

(UCC-0,4)
–

 (25 ±10)1), 2)

(UCC-0,4) (UCC-0,4) -601) – 851), 2)

3 Ток потребления в режиме хранения, мА,  
при UCC = (4,5 – 7,5) В, (UIL= UCEL= UREСCEL ) = 0 В (GND) 
и UIH = UCC 

ICCS – 0,15 – 0,9 (25 ±10)1), 2)

4 Динамический ток потребления, мА,  
при UCC = (4,5 – 7,5) В, UIL = (0 – 0,4) В ,  
UIH = [(UCC – 0,5) – UCC] B, t CYR ≥ 1 мкс (Q = (2±0,1), 
tSUAL/HCEH ≥ 15 нс, tWAL/H ≥ 0,5 мкс) без активнойнагрузки 
на выходах (О1 – О8) и СL ≤ 50 пФ3) 

IОCC –

6

–

10 (25 ±10)1), 2)

10 10 -601) – 851), 2)

5 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, 
мкА, при UCC = (4,5 – 7,5) В, UIL = 0 В (GND) и UIH = UCC 

IILL и IILH –
1

–
3 (25 ±10)1), 2)

3 3 -601) – 851), 2)

6 Выходной ток низкого и высокого уровня 
в состоянии «Вык-лючено» по выводам (O1 – O8), 
мкА, при UCC = (4,5 – 7,5) В, (UIL= UOZL= UCEL= UREСCEL)= 0 В 
(GND), и (UIH = UOZН) = UCC 

IOZL и IOZH –
3

–
9 (25 ±10)1), 2)

9
 

-601) – 851), 2)

9
7 Время выборки разрешения по сигналу CEH по 
высокому уровню, нс, при UCC = (4,5 – 7,5) В, (UАL= UREСCEL) 
= (0 – 0,4) В, (UАН= UCEH) = [(UСС-0,5) – UCC] B, 
UOL = (0,25 • UCC) B и UOH = (0,75 • UCC) B,  
IOL ≤ 1,4 мA, IOH ≤ 0,8 мA, tCYСЕH ≥ 400 нс и CL≤ 50 пФ3)

tACEH –

160

–

200 (25 ±10)1), 2)

200 200 -601) – 851), 2)

8 Время цикла считывания, нс, 
при UCC = (4,5 – 7,5) В IOL ≤ 1,4 мA, IOH ≤ 0,8 мA  
и СL ≤ 50 пФ3)

tCYR 400 – 400 –
(25 ±10)1), 2)

-601) – 851), 2)

9 Длительность импульса сигнала разрешения СЕH 
по высокому уровню при окончании его нарастания 
и спада, нс

tWCEH/L 200 – 200 – (25 ±10)1), 

2)-601) – 851), 2)

10 Время восстановления сигнала разрешения 
CEH по высокому уровню при окончании его спада 
и нарастания, нс

tREССEL/H 200 – 200 – (25 ±10)1), 2) 

-601) – 851), 2)

11 Время установления сигналов адреса  
(А0 – А11) в состояние низкого/высокого уровня 
относительно сигнала разрешения CEH по высокому 
уровню по окончанию его нарастания, нс 

tSUАL/HСЕH 0 – 0 – (25 ±10)1), 2) 

-601) – 851), 2)

12 Время удержания сигналов адреса (А0 – А11) 
в состоянии низкого/высокого уровня относительно 
сигнала разрешения CEH по высокому уровню по 
окончанию его нарастания, нс

tHСЕHАL/H

145
–

170
–

(25 ±10)1), 2)

170 170 -601) – 851), 2)

13 Время сохранения выходных данных по низкому 
(высокому) уровню по выводам выход  
(О1 – О8) относительно сигнала разрешения СЕН по 
высокому уровню по окончанию его спада (переход 
выходов в состояние Z4), нс

tVCELOL(H) 10 100 10 100 (25 ±10)1), 2) 

-601) – 851), 2)

14 Входная ёмкость, пФ СI – 7 – 7 (25 ±10)2), 5)

15 Выходная ёмкость, пФ CO
– 7 – 7 (25 ±10)2), 5)

1) Для микросхемы в составе МСБ. 
2) Для микросхемы бескорпусной. 
3) С учётом всех паразитных емкостей. 
4) Z – третье состояние, высокое выходное сопротивление. 
5) После обрубки выводов до зоны монтажа. 
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Микросхемы интегральные 1620РЕ3АУ, 
1620РЕ3БУ, 1620РЕ3АН4, 1620РЕ3БН4
Функциональное назначение микросхемы
Постоянное запоминающее устройство (масочное)

Конструктивное исполнение
Микросхемы 1620РЕ3АУ, 1620РЕ3БУ поставляются в металлокера-
мических корпусах с золотым покрытием выводов Н18.64, а ми-
кросхемы 1620РЕ3АН4, 1620РЕ3БН4 – в бескорпусном исполнении 
на общей пластине.

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода 
микросхем 
1620РЕ3БУ 

(1620РЕ3АУ)

Номер контактной 
площадки 
микросхем 
1620РЕ3БН4 

(1620РЕ3АН4)

Обозначение Наименование 

1 (1) 10 (10) D0 Выход нулевого разряда
2 (2) 11 (11) D1 Выход первого разряда
3 (3) 12 (12) D2 Выход второго разряда
4 (4) 13 (13) D3 Выход третьего разряда
5 (5) 14 (14) D4 Выход четвертого разряда
6 (6) 15 (15) D5 Выход пятого разряда
7 (7) 16 (16) D6 Выход шестого разряда
8 (8) 17 (17) D7 Выход седьмого разряда
9 (9) – NC Свободный вывод

10 (10) – NC Свободный вывод
11 (11) – NC Свободный вывод
12 (12) 18 (18) GND Общий вывод
13 (13) – NC Свободный вывод
14 (14) – NC Свободный вывод
15 (15) – NC Свободный вывод
16 (16) – NC Свободный вывод
17 (17) – NC Свободный вывод
18 (18) – NC Свободный вывод
19 (19) – NC Свободный вывод
20 (20) – NC Свободный вывод
21 (21) – NC Свободный вывод

22 (22) 19 (19) VCC
Вывод питания от источника 
напряжения

23 (23) – NC Свободный вывод
24 (24) – NC Свободный вывод
25 (25) 20 (20) D8 Выход восьмого разряда
26 (26) 21 (21) D9 Выход девятого разряда
27 (27) 22 (22) D10 Выход десятого разряда

28 (28) 23 (23) D11 Выход одиннадцатого раз-
ряда

29 (29) 24 (24) D12 Выход двенадцатого разряда
30 (30) 25 (25) D13 Выход тринадцатого разряда

31 (31) 26 (26) D14 Выход четырнадцатого 
разряда

32 (32) 27 (27) D15 Выход пятнадцатого разряда
33 (33) 28 (28) А0 Вход адресный нулевой
34 (34) 29 (29) А2 Вход адресный второй

35 (–) 30 (–) А14(NC) Вход адресный (Свободный 
вывод)

36 (36) 31 (31) А12 Вход адресный двенадцатый
37 (37) 32 (32) А1 Вход адресный первый

1620РЕ3А
Условное графическое обозначение

Cхема расположения выводов 
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Номер вывода 
микросхем 
1620РЕ3БУ 

(1620РЕ3АУ)

Номер контактной 
площадки 
микросхем 
1620РЕ3БН4 

(1620РЕ3АН4)

Обозначение Наименование 

38 (38) 33 (33) А13 Вход адресный тринадцатый
39 (39) 34 (34) А8 Вход адресный восьмой
40 (40) 35 (35) А9 Вход адресный девятый
41 (41) – NC Свободный вывод
42 (42) – NC Свободный вывод
43 (43) – NC Свободный вывод
44 (44) 36 (36) GND Общий вывод
45 (45) – NC Свободный вывод
46 (46) – NC Свободный вывод
47 (47) – NC Свободный вывод
48 (48) – NC Свободный вывод
49 (49) – NC Свободный вывод
50 (50) – NC Свободный вывод
51 (51) – NC Свободный вывод
52 (52) – NC Свободный вывод
53 (53) – NC Свободный вывод

54 (54) 1 (1) VCC
Вывод питания от источника 
напряжения

55 (55) – NC Свободный вывод
56 (56) – NC Свободный вывод

57 (57) 2 (2) А11 Вход адресный одиннадца-
тый

58 (58) 3 (3) А10 Вход адресный десятый
59 (59) 4 (4) CE Вход сигнала разрешения
60 (60) 5 (5) А7 Вход адресный седьмой
61 (61) 6 (6) А6 Вход адресный шестой
62 (62) 7 (7) А5 Вход адресный пятый
63 (63) 8 (8) А4 Вход адресный четвертый
64 (64) 9 (9) А3 Вход адресный третий

Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С До ВСФ В процессе и после 
ВСФ1)

не менее не более не менее не более
1 Выходное напряжение низкого уровня, В 
при UCC = (4,5 – 7,5) В1) и UCC = (4,5 – 5,5) В2), IOL ≤ 0,7 мA UOL _ 0,4 _ 0,4 25 ±10  

-60 – 85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В 
при UCC = (4,5 – 7,5) В1) и UCC = (4,5 – 5,5) В2), 
IOH ≤ 0,7 мA

UOH (UCC-0,4) _ (UCC-0,4) _ 25 ±10  
-60 – 85

3 Ток потребления в режиме хранения, мА  
при UCC=(4,5–7,5)В1) и UCC = (4,5 – 5,5) В2), UCEH = UCC

ICCS _
4

_
6 25 ±10 

6 6 -60 – 85
4 Динамический ток потребления, мА  
при UCC=(4,5–7,5)В1) и UCC=(4,5–5,5)В2), tCY(R)=1мкс 
и СL ≤ 50 пФ3)

IОCC
4) _

4
_

6 25 ±10 

6 6 -60 – 85

5 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, 
мкА при UCC = (4,5 – 7,5) В1) и UCC = (4,5 – 5,5) В2),  
UIL = 0 В и UIH = UCC

IILL, IILH _
5

_
15 25 ±10 

15 15 -60 – 85

6 Выходной ток низкого и высокого уровня 
в состоянии «Выключено», мкА при UCC=(4,5–7,5) В1) 
и UCC=(4,5–5,5) В2), UOZL=0В и UOZH=UCC

IOZL, IOZH _
30

_ 
50 25 ±10 

50 50 -60 – 85

7 Время выборки разрешения по сигналу CE по 
низкому уровню, нс при UCC=(4,5–7,5) В1)  
и UCC=(4,5–5,5) В2), t CYR ≥ (2901) , 5002))4), 5) нс  
и t CYR ≥ (350 1) , 7002))4), 6) нс , СL ≤ 50 пФ3) 

tACEL _ 1801) 2502) _ 2401) 3002) 25 ±10  
-60 – 85

8 Время цикла считывания, нс при UCC =(4,5–7,5) В tCYR 2901) 5002) _ 3501) 7002) _ 25 ±10  
-60 – 85

9 Длительность сигнала адреса (А0 – А14), нс tWA
7) 2201) 3002) _ 2201) 4002) _ 25 ±10  

-60 – 85

Примечание: в условном графическом 
обозначении в скобках указаны номера 

выводов модификации 2 (1620РЕ3Н2)

1620РЕ3Б

Условное графическое  
обозначение
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Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °С До ВСФ В процессе и после 
ВСФ1)

не менее не более не менее не более

10 Длительность сигнала разрешения СЕ, нс tWСE 1801) 2502) _ 2001) 3002) _ 25 ±10  
-60 – 85

11 Время восстановления сигнала разрешения СЕ, 
нс tRECCE 1101) 2502) _ 1501) 4002) _ 25 ±10  

-60 – 85
12 Время установления сигнала разрешения 
CE перед началом его спада до начала смены 
сигнала адреса, нс

tSU(A– CEH) 15 _ 15 _ 25 ±10  
-60 – 85

 13 Время нарастания и спада входных сигналов, 
нс tLH, tHL _ 10 _ 10 25 ±10  

-60 – 85
14 Входная емкость, пФ СI _ 12 _ 12 25 ±10 

15 Выходная емкость, пФ CO _ 16 _ 16 25 ±10 
1) Для микросхем 1620РЕ3АУ. 
2) Для микросхем 1620РЕ3БУ. 
3) С учетом всех паразитных емкостей. 
4) Для нормального функционирования микросхем необходимо перед началом работы подать на вход сигнал высокого 
уровня с временем восстановления tRECCE ≥ 300 нс. 
5) До ВСФ. 
6) В процессе и после ВСФ. 
7) tWA ≥ tWCEL 
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Микросхемы интегральные 1638РР1АУ, 
1638РР1БУ, 1638РР1ВУ
Функциональное назначение микросхемы
Микросхема энергонезависимой многократно электрически пере-
программируемой ПЗУ (ЭСППЗУ) с параллельным вводом/выводом 
информации (128Кх8). 

Конструктивное исполнение
Микросхемы изготавливаются в металлокерамических корпусах 
с золотым покрытием выводов Н14.42. 

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода  Обозначение Назначение выводов

1 NC Свободный вывод

2 A16 Вход адреса

3 A15 Вход адреса

4 A12 Вход адреса

5 A7 Вход адреса

6 A6 Вход адреса

7 A5 Вход адреса

8 A4 Вход адреса

9-13 NC Свободный вывод

14 A3 Вход адреса

15 A2 Вход адреса

16 A1 Вход адреса

17 A0 Вход адреса

18 I/O0 Вход / выход данных

19 I/O1 Вход / выход данных

20 I/O2 Вход / выход данных

21 GND Общий вывод

22 I/O3 Вход / выход данных

23 I/O4 Вход / выход данных

24 I/O5 Вход / выход данных

25 I/O6 Вход / выход данных

26 I/O7 Вход / выход данных

27 СЕ Вход разрешения

28 A10 Вход адреса

29 ОЕ Вход разрешения выхода

30-33 NC Свободный вывод

34 A11 Вход адреса

35 A9 Вход адреса

36 A8 Вход адреса

37, 38 NC Свободный вывод

39 A13 Вход адреса

40 А14 Вход адреса

41 WЕ Вход разрешения записи (считывания)

42 VCC Вывод питания от источника напряжения

Условное графическое обозначение

Cхема расположения выводов 
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Электрические параметры микросхем при приемке и поставке
Наименование параметра,  

единица измерения, режим измерения
Буквенное 

обозначение 
параметра

Норма параметра
Температура среды, °С 

не менее не более
1 Выходное напряжение низкого уровня, В  
при UCC = 5 В ±10%; IOL ≤ 2 мА UOL – 0,45 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85

2 Выходное напряжение высокого уровня, В
при UCC = 5 В ±10% IOH ≤ 0,4 мА IOH ≤ 0,1 мА  UOН

2,4
-  25 ±10 

-601), -552), -453) – 85(UCC -0,3)
3 Ток потребления в режиме хранения при ТТЛ-
уровнях на входах, мА при UCC = 5 В ±10% 
и UCEH = (2,4 – 2,6) В 

ICCS1  –
3 25 ±10

5 -601), –552), -453) – 85

4 Ток потребления в режиме хранения при КМОП-у-
ровнях на входах, мкА
при UCC = 5 В ±10% и UCEH = [(UCC–0,3) – UCC] В 

ICCS2 –

100 25 ±10

200
-601), –552), -453)

85
5 Динамический ток потребления в режиме считы-
вания при ТТЛ-уровнях на входах, мА
при UCC = 5 В ±10%, UCEL = (0,6 – 0,8) В,
UCEH = (2,4 – 2,6) В, tCYR ≥ 250 нс и CL ≤ 100 пФ4)

IОСCR  – 
40  25 ±10

60 -601), –552), -453) – 85

6 Ток утечки высокого и низкого уровня на входе, 
мкА при UCC = 5 В ±10% IILH, IILL –

1 25 ±10

10 -601), –552), -453) – 85
7 Выходной ток высокого и низкого уровня в состо-
янии «Выключено» по выводам вход/выход, мкА 
при UCC = 5 В ±10%

II/OZH, II/OZL –
10 25 ±10

20 -601), –552), -453) – 85

8 Время выборки разрешения, нс  
при UCC = 5 В ±10%, tCYR ≥ 120 нс и CL ≤ 100 пФ4) tACE – 120 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
9 Время выборки адреса, нс 
при UCC = 5 В ±10%, tCYR ≥ 120 нс и CL ≤ 100 пФ4) tAА – 120 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
10 Время цикла записи страницы (128 байт), мс 
при UCC = 5 В ±10% tCYW 10 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
11 Время цикла считывания, нс 
при UCC = 5 В ±10% и CL ≤ 100 пФ4) tCYR 120 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
13 Время выхода из цикла загрузки байта, мкс при 
UCC = 5 В ±10% tCYBLCO 200 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
14 Время установления сигнала WE или CE после 
сигнала адреса, нс tSUAWEL, tSUAСEL 0 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
15 Время удержания сигнала адреса после сигнала 
WE или CE, нс tHWELA, tHСELA 50 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
16 Время установления сигнала WE после сигнала 
CE, нс tSUCELWEL 0 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
17 Время удержания сигнала CE после сигнала WE, 
нс tHWEHCEL 0 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
18 Время установления сигнала WE или CE после 
сигнала OE, нс tSUOEHWEL tSUOEHСEL 10 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
19 Время удержания высокого уровня по сигналу 
OE после сигнала WE или CE, нс tHWEHOEH, tHСEHOEH 10 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
20 Длительность импульса по низкому уровню сиг-
нала WE или CE при записи, нс tWWELW, tWCELW 70 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
21 Длительность импульса по высокому уровню 
сигнала WE или CE при записи, нс tWWEHW, tWCEHW 150 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
22 Время удержания сигнала WE или CE после сиг-
нала входной информации, нс tHDIWEL, tHDIСEL 50 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
23 Время удержания cигнала входной информации 
после сигнала WE или CE, нс tHWEHDI, tHСEHDI 10 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
24 Длительность импульса по низкому уровню сиг-
нала CE при считывании, нс tWCELR 120 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
25 Длительность импульса по низкому уровню сиг-
нала OE при считывании, нс tWОELR 60 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
26 Время удержания сигнала CE после сигнала 
адреса, нс tHАCEL 0 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85
27 Время удержания сигнала OE после сигнала CE 
при считывании, нс tHCEHOЕLR 0 – 25 ±10 

-601), -552), -453) – 85

28 Время нарастания и спада входных сигналов, нс tLH, tHL – 10 25 ±10 
-601), -552), -453) – 85

 1) Только для микросхем 1638РР1АУ.  
 2) Только для микросхем 1638РР1БУ. 
 3) Только для микросхем 1638РР1ВУ. 
 4) С учетом всех паразитных емкостей
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Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +85

Предельная температура среды °С от -60 до +150

Число циклов перезаписи – 10 000
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Микросхемы интегральные 1638РР2У
Функциональное назначение микросхемы
Микросхема энергонезависимой многократно электрически пере-
программируемой ПЗУ (ЭСППЗУ) с параллельным вводом/выводом 
информации (512Кх8).

Конструктивное исполнение
Микросхемы изготавливаются в металлокерамических корпусах 
с золотым покрытием выводов Н14.42. 

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода  Обозначение 
выводов Назначение выводов

1 A18 Вход адресный восемнадцатый

2 A16 Вход адресный шестнадцатый

3 A15 Вход адресный пятнадцатый

4 A12 Вход адресный двенадцатый

5 A7 Вход адресный седьмой

6 A6 Вход адресный шестой

7 A5 Вход адресный пятый

8 A4 Вход адресный четвёртый

9 – 13 NC Свободный вывод

14 A3 Вход адресный третий 

15 A2 Вход адресный второй

16 A1 Вход адресный первый

17 A0 Вход адресный нулевой

18 I/O0 Вход/выход данных нулевого разряда

19 I/O1 Вход/выход данных первого разряда

20 I/O2 Вход/выход данных второго разряда

21 GND Общий вывод

22 I/O3 Вход/выход данных третьего разряда

23 I/O4 Вход/выход данных четвёртого разряда

24 I/O5 Вход/выход данных пятого разряда

25 I/O6 Вход/выход данных шестого разряда

26 I/O7 Вход/выход данных седьмого разряда

27 CE Вход разрешения

28 A10 Вход адресный десятый 

29 OE Вход разрешения выхода

30 – 33 NC Свободный вывод

34 A11 Вход адресный одиннадцатый

35 A9 Вход адресный девятый

36 A8 Вход адресный восьмой

37 NC Свободный вывод

38 А13 Вход адресный тринадцатый

39 A14 Вход адресный четырнадцатый

40 A17 Вход адресный семнадцатый

41 W/R Вход запись-считывание 

42 VCC Вывод питания от источника напряжения 

Условное графическое обозначение

Cхема расположения выводов 
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Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, режим 
измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра Температура 
среды, °С не менее не более

1 Выходное напряжение низкого уровня, В,  
при UCC = 5 В ±10% и IOL ≤ 2 мА UOL – 0,45 25 ±10 

-60 – 85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В,  
при UCC = 5 В ±10%: 
IOH ≤ 0,4 мА;
IOH ≤ 0,1 мА 

UOН
2,4 – 25 ±10 

-60 – 85
(UCC -0,3)

3 Ток потребления в режиме хранения 
при ТТЛ-уровнях на входах, мА,
при UCC = 5 В ±10% и UCEH = (2,4 – 2,6) В

ICCS1 –
3 25 ±10

5 -60 – 85

4 Ток потребления в режиме хранения 
при КМОП-уровнях на входах, мкА,
при UCC = 5 В ±10% и UCEH = [(UCC–0,3) – UCC] В

ICCS2 –
100 25 ±10

200 -60 – 85

5 Динамический ток потребления в режиме считывания 
при ТТЛ-уровнях на входах, мА,
при UCC = 5 В ±10%, UCEL = (0,6 – 0,8) В, UCEH = (2,4 – 2,6) В,  
tCYR ≥ 70 нс, без активной нагрузки и CL ≤ 100 пФ1) 

IОСCR –
15 25 ±10

20 -60 
85

6 Ток утечки высокого и низкого уровня на входе, мкА, 
при UCC = 5 В ±10%, UIL = 0 В (GND) и UIH = UCC

IILH и IILL –
1 25 ±10

10 -60 – 85
 7 Выходной ток высокого и низкого уровня в сос тоянии 
«Выключено» по выводам вход/выход  
(I/O0 – I/O7), мкА, при UCC = 5 В ±10%, UI/OL = 0 В (GND) 
и UI/OH = UCC

II/OZH и II/OZL  
10 25 ±10

20 -60 – 85

8 Время выборки разрешения, нс,
при UCC = 5 В ±10%, tCYR ≥ 70 нс и CL ≤ 100 пФ1) tACE – 70 25 ±10 

-60 – 85
9 Время выборки адреса, нс,
при UCC = 5 В ±10%, tCYR ≥ 70 нс и CL ≤ 100 пФ1) tAА – 70 25 ±10 

-60 – 85
10 Время цикла записи байта, мкс,
при UCC = 5 В ±10% tBP 20 – 25 ±10 

-60 – 85
11 Время цикла считывания, нс,
при UCC = 5 В ±10% и CL ≤ 100 пФ1)  tCYR 70 – 25 ±10

-60 – 85
12 Время установления сигнала W/R (CE) после сигнала 
адреса, нс

tSUAWL/R 

(tSUAСEL)
0 – 25 ±10 

-60 – 85
13 Время удержания сигнала адреса после сигнала W/R (CE), 
нс

tHWL/RA
(tHСELA)

30 – 25 ±10 
-60 – 85

14 Время установления сигнала W/R после установления 
сигнала CE, нс tSUCELWL/R 0 – 25 ±10 

-60 – 85
15 Время удержания сигнала CE после установления 
сигнала W/R, нс tHW/RHCEL 0 – 25 ±10 

-60 – 85
16 Время удержания высокого уровня по сигналу OE после 
сигнала W/R (CE), нс tHW/RHOEH (tHСEHOEH) 10 – 25 ±10 

-60 – 85
17 Длительность импульса по низкому уровню сигнала W/R 
(CE) при записи, нс tWWL/RW (tWCELW) 40 – 25 ±10 

-60 – 85
18 Длительность импульса по высокому уровню сигнала 
W/R (CE) при записи, нс tWW/RHW (tWCEHW) 30 – 25 ±10 

-60 – 85
19 Время удержания cигнала входной информации после 
сигнала W/R (CE), нс tHW/RHDI (tHСEHDI) 0 – 25 ±10 

-60 – 85
20 Входная ёмкость, пФ СI – 6 25 ±10

21 Ёмкость входа/выхода, пФ СI/O – 12 25 ±10
1) С учётом всех паразитных емкостей.

Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +85

Предельная температура среды °С от -60 до +150

Число циклов перезаписи – 10 000
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Микросхемы интегральные 1639РТ1АУ, 
1639РТ1БУ, 1639РТ2АУ, 1639РТ2БУ
Функциональное назначение микросхемы
Постоянное запоминающее устройство с возможностью одно-
кратного программирования (32К х 8 и 128К х 8 соответственно). 
Используется для работы в комплекте с 8-разрядным микрокон-
троллером.

Конструктивное исполнение
Микросхемы изготавливаются в металлокерамических корпусах с 
золотым покрытием выводов Н16.48. 

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер вывода  
микросхем  

(1639РТ1АУ и 1639РТ1БУ)
1639РТ2АУ и 1639РТ2БУ

 Обозначение 
вывода Наименование выводов

1 (1) VPR
Вывод питания от источника напряжения 
программирования

(2) 2 А12 Вход адресный двенадцатый 

(3) 3 А7 Вход адресный седьмой

(4) 4 А6 Вход адресный шестой

(5) 5 А5 Вход адресный пятый

(7) 7 А4 Вход адресный четвертый

(8) 8 А3 Вход адресный третий 

(17) 17 А2 Вход адресный второй

(18) 18 А1 Вход адресный первый 

(20) 20 А0 Вход адресный нулевой

(21) 21 1/О0 Вход/выход нулевого разряда 

(22) 22 1/О1 Вход/выход первого разряда 

(23) 23 1/О2 Вход/выход второго разряда 

(24) 24 GND Общий вывод

(25) 25 I/О3 Вход/выход третьего разряда 

(26) 26 I/О4 Вход/выход четвертого разряда 

(27) 27 I/О5 Вход/выход пятого разряда 

(28) 28 I/О6 Вход/выход шестого разряда 

(29) 29 I/О7 Вход/выход седьмого разряда 

(31) 30 CEL Вход сигнала разрешения по низкому 
уровню

(32) 31 А10 Вход адресный десятый

(41) 32 А11 Вход адресный одиннадцатый

(41) 32 А11 Вход адресный одиннадцатый

(42) 41 А9 Вход адресный девятый

(44) 42 А8 Вход адресный восьмой

(45) 43 А13 Вход адресный тринадцатый

(46) 44 А14 Вход адресный четырнадцатый

(–) 45 А15 Вход адресный пятнадцатый

(–) 46 А16 Вход адресный шестнадцатый

(47) 47 ОЕН Вход сигнала разрешения выхода по 
высокому уровню

(48) 48 VCC Вывод питания от источника напряжения
(6, 9–16, 19, 30, 33–40, 43) 

6, 9–16, 19, 33–40 NC Cвободный вывод

Условное графическое обозначение

1639РТ2АУ, 1639РТ2БУ

1639РТ1АУ, 1639РТ1БУ

Cхема расположения выводов 
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Краткие обобщенные электрические характеристики
Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения
Буквенное 

обозначение 
параметра

Норма параметра Температура 
среды, °С Примечание

не менее не более
1 Выходное напряжение низкого уровня, B, 
при UCC = (4,5 – 5,5) В, (UCEL, UАL) = (0 – 0,4) В, 
(UАН, UOEH) = [(UСС–0,4) – UCC] B и IOL ≤ 2,1 мА

UOL – 0,4 25 ±10 
-60 – 85 1

2 Выходное напряжение высокого уровня, В,
при UCC = (4,5 – 5,5) В, (UCEL, UАL) = (0 – 0,4) В, 
(UАН, UOEH) = [(UСС–0,4) – UCC] B и IOH ≤ 0,4 мА

UOН 2,4 – 25 ±10 
-60 – 85 1

3 Ток потребления в режиме хранения, мА, 
при UCC = (4,5 – 5,5) В, UСЕН = [UСС-(0,15±0,05)] B, 
UАL = (0 – 0,4) В и (UАН, UOEH) = [(UСС-0,4) – UCC] B

ICCS1 – 0,3 25 ±10 
-60 – 85 1

4 Ток потребления в режиме хранения,мА,  
при UCC = (4,5 – 5,5) В, UСЕН = (2,45±0,05) В,
UАL = (0 – 0,4) В и (UАН, UOEH) = [(UСС-0,4) – UCC] B

ICCS2 – 1 25 ±10 
-60 – 85 1

5 Ток утечки высокого и низкого уровня на входе, 
мкА, при UCC = (4,5 – 5,5) В, UIL = 0 В (GND) и UIН = UCC 

IILH и IILL  -10 10 25 ±10 
-60 – 85 1, 2 

6 Выходной ток высокого и низкого уровня в состо-
янии «Выключено» по выводам вход/выход  
(I/O0 – I/O7), мкА, при UCC = (4,5 – 5,5) В, 
(UOEL, UI/OZL) = 0 В (GND), (UCEH, UI/OZH) = UCC

II/ОZH и II/ОZL -10 10 25 ±10 
-60 – 85 1, 3

7 Динамический ток потребления без нагрузки на 
выходах, мА,  
при UCC = (4,5 – 5,5) В, (UCEL, UАL) = (0 – 0,4) В,  
(UАН, UOEH) = [(UСС-0,4) – UCC] B, tCYA ≥ 300 нс и CL ≤ 50 пФ1) 

IОCС – 20 25 ±10 
-60 – 85 4, 5, 6

8 Время выборки по сигналу адреса А, нс, 
при UCC = (4,5 – 5,5) В, (UCEL, UАL) = (0 – 0,4) В, 
(UАН, UOEH) = [(UСС-0,4) – UCC] B, (tCYA, tWAL/H) ≥ 300 нс 
и CL ≤ 50 пФ1)

tАА – 1502),
3003) 

25 ±10 
-60 – 85 4, 5, 6

9 Время выборки разрешения по сигналу CЕL по 
низкому уровню, нс,
при UCC = (4,5 – 5,5) В, (UCEL, UАL) = (0 – 0,4) В,
(UАН, UCEH , UOEH) = [(UСС-0,4) – UCC] B,  
(tCYСЕL, tWAL/H) ≥ 350 нс и CL ≤ 50 пФ1)

tАСЕL – 1502)

3003)
25 ±10 

-60 – 85
4, 6, 7, 8

   

10 Время выборки разрешения выхода по сигналу 
ОЕH по высокому уровню, нс,
при UCC = (4,5 – 5,5) В, (UCEL, UАL, UОEL) = (0 – 0,4) В, 
(UАН, UOEH) = [(UСС–0,4) – UCC] B, (tCYСЕL, tWAL/H) ≥ 350 нс 
и CL ≤ 50 пФ1)

tАОЕН – 402)

503)

25 ±10 
-60 
85

4, 6, 7, 9

11 Время цикла считывания по сигналу адреса А, нс,
при UCC = (4,5 – 5,5) В, UCEL = (0 – 0,4) В и CL ≤ 50 пФ1) tCYA 300 – 25 ±10 

-60 – 85 –

12 Время цикла считывания по сигналу разрешения 
СEL по низкому уровню, нс,
при UCC = (4,5 – 5,5) В, tWAL/H ≥ 350 нс и CL ≤ 50 пФ1)

tCYСЕL 350 – 25 ±10
-60 – 85 –

13 Длительность импульса сигнала адреса А по 
низкому/высокому уровню, нс tWAL/H

3004)

– 25 ±10 
-60 – 85 –

3505)

14 Длительность импульса сигнала разрешения CEL 
по низкому уровню, нс tWСЕL  300 – 25 ±10 

-60 – 85 –

15 Время восстановления сигнала разрешения CEL 
по низкому уровню при переходе его в состояние 
высокого уровня и обратно в состояние низкого 
уровня, нс

tRECСЕH 50 – 25 ±10 
-60 – 85 –

16 Длительность импульса сигнала разрешения 
выхода ОEH по высокому уровню, нс tWOЕH 40 – 25 ±10 

-60 – 85 –

17 Время установления сигнала адреса А 
в состояние низкого/высокого уровня по 
окончанию спада сигнала разрешения CEL по 
низкому уровню, нс 

tSUАL/HСЕL 0 – 25 ±10 
-60 – 85 –

18 Время удержания сигнала адреса А в состоянии 
низкого/высокого уровня по окончанию спада 
сигнала разрешения CEL по низкому уровню, нс

tHСЕLАL/H 0 – 25 ±10 
-60 – 85 –

19 Время удержания сигнала разрешения выхода 
OEH по высокому уровню при переходе его в состо-
яние низкого уровня после изменения сигнала 
адреса А в состояние низкого/высокого уровня, нс 

tHАL/HOЕL 0 – 25 ±10 
-60 – 85 –

20 Время удержания сигнала разрешения выхода 
ОЕН в состоянии высокого уровня по окончанию 
нарастания сигнала СЕL по низкому уровню, нс 

tHСЕНОЕH 0 – 25 ±10 
-60 – 85 –

21 Длительность импульса сигнала адреса А по 
низкому/высокому уровню в режиме записи, мкс tWAL/HW 1 10 000 25 ±10 –
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Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра Температура 
среды, °С Примечание

не менее не более
22 Длительность импульса сигнала входной инфор-
мации по выводам вход/выход (I/O0 – I/O7) по 
низкому уровню в режиме записи, нс

tWIL/OW 1 10 000 25 ±10  –

23 Длительность импульса сигнала разрешения 
выхода ОЕН(W) по низкому уровню в режиме 
записи, мкс

tWОELW 0,8 • tWAL/HW – 25 ±10 –

24 Время установления сигнала разрешения 
выхода ОЕН(W) по высокому уровню при спаде 
после изменения сигнала адреса A в состояние 
низкого/высокого уровня [сигналов входной 
информации по выводам вход/выход (I/O0 – I/O7) 
при их спаде] в режиме записи, мкс 

tSUАL/HОЕLW

[tSUIL/OОЕLW]
0,1 • tWAL/HW – 25 ±10 –

25 Время удержания сигнала адреса А в состоянии 
низкого/высокого уровня [сигналов входной 
информации по выводам вход/выход (I/O0 – I/
O7) при их нарастании] при нарастании сигнала 
разрешения выхода ОЕН(W) по высокому уровню 
в режиме записи, мкс 

tНOEHАL/НW

 [tHOEHIH/OW] 
0,1 • tWAL/HW – 25 ±10 –

26 Время нарастания и спада входных сигналов, нс tLH и tHL – 10 25 ±10 
-60 – 85 –

27 Время сохранения выходных данных по 
низкому/высокому уровню по выводам вход/выход 
(I/O0 – I/O7) по окончанию нарастания сигнала 
разрешения СЕL по низкому уровню (переход 
выходов в состояние Z6)), нс,  
при UCC = (4,5 – 5,5) В, (UCEL, UАL) = (0 – 0,4) В, 
(UАН, UCEH, UOEН) = [(UСС–0,4) – UCC] B и CL ≤ 50 пФ1)

tVCEHI/OL/H – 35 25 ±10 
-60 – 85 4, 6, 7, 8

28 Время сохранения выходных данных по 
низкому/высокому уровню по выводам вход/
выход (I/O0 – I/O7) по окончанию спада сигнала 
разрешения выхода ОЕН по высокому уровню 
(переход выхода в состояние Z6)), нс, при UCC = (4,5 – 
5,5) В, (UCEL, UАL, UОЕL) = (0 – 0,4) В, (UАН, UOEН) = [(UСС-0,4) 
– UCC] B и CL ≤ 50 пФ1)

tVOELI/OL/H – 35 25 ±10 
-60 – 85 4, 6, 7, 9

29 Входная ёмкость и ёмкость входа/выхода, пФ CI и CI/O – 8 25 ±10 –
30 Информационная емкость (количество инфор-
мационных слов х количество разрядов в инфор-
мационном слове), бит (бит х разряд) 1639РТ1АУ, 
1639РТ1БУ QINF (q х n)

262 144 
 (32К х 8) 25 ±10 

-60 – 85 –

1639РТ2АУ, 1639РТ2БУ 1 048 576  
(128К х 8)

1) С учетом всех паразитных емкостей. 
2) Для микросхем 1639РТ1АУ, 1639РТ2АУ. 
3) Для микросхем 1639РТ1БУ, 1639РТ2БУ. 
4) При (UCEL, UАL) = (0 – 0,4) В, (UАН, UОEН) = [(UСС-0,4) – UСС] B, а также при изменении сигнала OEH  
от UOEH = [(UСС-0,4) – UСС] B до UОEL = (0 – 0,4) В и наоборот. 
5) При UАL = (0 – 0,4) В и (UАН, UОEН) = [(UСС-0,4) – UСС] B, а также при изменении сигнала СEL  
от UCEL = (0 – 0,4) В до UСEH = [(UСС-0,4) – UСС] B и наоборот.  
6) Z – третье состояние, высокое выходное сопротивление.

Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +85

Предельная температура среды °С от -60 до +150
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Микросхемы интегральные 1640РР1Р
Функциональное назначение микросхемы
Постоянное запоминающее устройство с возможностью много-
кратного электрического перепрограммирования с параллельным 
вводом/выводом информации (8Kх8).

Конструктивное исполнение
Микросхемы изготавливаются в 28-выводном металлокерамиче-
ском DIP корпусе 2121.28. 

Нумерация, обозначение и назначение выводов 
микросхемы

Номер 
вывода 

микросхем 
Обозначение 

вывода Наименование вывода

1 VPR
Вывод питания от источника напряжения програм-
мирования

2 A12 Вход адресный

3 A7 Вход адресный

4 A6 Вход адресный

5 A5 Вход адресный

6 A4 Вход адресный

7 A3 Вход адресный

8 A2 Вход адресный

9 A1 Вход адресный

10 A0 Вход адресный

11 I/O0 Вход/выход нулевого разряда 

12 I/O1 Вход/выход первого разряда 

13 I/O2 Вход/выход второго разряда 

14 GND Общий вывод

15 I/O3 Вход/выход третьего разряда 

16 I/O4 Вход/выход четвертого разряда 

17 I/O5 Вход/выход пятого разряда 

18 I/O6 Вход/выход шестого разряда 

19 I/O7 Вход/выход седьмого разряда 

20 СЕ Вход сигнала разрешения 

21 A10 Вход адресный

22 ОЕ Вход сигнала разрешения выхода

23 A11 Вход адресный

24 A9 Вход адресный

25 A8 Вход адресный

26 ERA Вход сигнала разрешения стирания

27 PGM Вход сигнала проверки программирования

28 VCC Вывод питания от источника напряжения

Условное графическое обозначение

Cхема расположения выводов 
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Электрические параметры микросхем при приемке и поставке
Наименование параметра,  

единица измерения, режим измерения
Буквенное 

обозначение 
параметра

Норма параметра Темп.  
среды, °С не менее не более

1 Выходное напряжение низкого уровня, В при UCC = 5 В ±10%,  
UIL = (0,65 ±0,05) В, UIН = (2,5 ±0,1) В, (UЕRAH, UPGMH) = UСС, IOL ≤ 3,2 мА UOL – 0,4 25 ±10 

-60 – 85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В при UСС = 5 В ±10%, 
UIL = (0,65 ±0,05) В, UIН = (2,5 ±0,1) В, (UЕRAH, UPGMH) = UСС, IOH ≤ 1 мА UOH 2,4 – 25 ±10 

-60 – 85
3 Ток потребления в статическом режиме (без нагрузки по выводам I/
O0 – I/O7), мА при UСС = 5 В ±10%, UСЕL ≤ 0,7 В, UIL = 0 В (GND), (UCЕH, URESET/OEH, 
UCLKLH, USER ENH, UIН) = UCC

ICC – 80 25 ±10 
-60 – 85

4 Ток потребления в режиме хранения (при КМОП уровне на входе СЕ), 
мА при UСС = 5 В ±10%, UIL = 0 В (GND),  
(UЕRAH, UPGMH, UCЕHI, UOЕH, UIH) = UСС

ICCS1 – 2 25 ±10 
-60 – 85

5 Ток потребления в режиме хранения (при ТТЛ – уровне на входе СЕ), 
мА при UСС = 5 В ±10%, UСЕH2 = 2,4 В, UIL = 0 В (GND),  
(UЕRAH, UIН, UPGMH, UOЕH) = UСС 

ICCS2 – 5 25 ±10 
-60 – 85

6 Ток потребления от источника программирования в режиме хране-
ния, мА при UСС = 5 В ±10%, UPRS ≤ 14,2 B, (UIL, UCEL1, UOЕL) = 0 В (GND), (UЕRAH, 
UPGMH, UIН, UCEH) = UCC

IPRS – 2,5 25 ±10 
-60 – 85

7 Ток потребления от источника программирования при записи инфор-
мации, мА при UСС = 5 В ±10%,  
UIL = 0 В (GND), UPRW = (13,8 – 14,2) В, (UЕRAH, UPGMH, UIН) = UCC

 IPRW
1) – 10 25 ±10 

-60 – 85

8 Ток потребления от источника программирования при стирании 
информации, мА при UСС = 5 В ±10%, UIL = 0 В (GND),  
UPRЕ = (13,8 – 14,2) В, UPGMH = UCC

IPRE
2) – 2,5 25 ±10 

-60 – 85

9 Ток утечки высокого и низкого уровня на входе по выводам (А0 – А12), 
СЕ, ОЕ, ERA, PGM, мкА 
при UСС = 5 В ±10%, UIH = UCC, UIL = 0 B (GND)

(IILH и IILL)3) – 5 25 ±10 
-60 – 85

10 Выходной ток высокого и низкого уровня в состоянии  
“Выключено” по выводам (I/O0 – I/O7), мкА при UСС = 5 В ±10%, 
UCEH = UCC, UOZH = UCC, UOZL = 0 B (UIH, UPGMH) = UCC, UIL = 0 B (GND)

(II/OZH и I I/OZL)4) – 10 25 ±10 
-60 – 85

11 Время цикла считывания, нс при UСС = 5 В ±10%, СL ≤ 100 пФ5) tCYR 620 – 25 ±10 
-60 – 85

12 Время выборки адреса, нс,  
при UСС = 5 В ±10%, UIL = (0,0 – 0,2) В UIН = (3,0 – 3,2) В,  
(UЕRAH, UPGMH) = UCC, tCYR = 620 нс и СL ≤ 100 пФ5)

tAА
6), 7) – 530 25 ±10 

-60 – 85

13 Время выборки разрешения выхода, нс,  
при UСС = 5 В ±10%, UIL = (0,0 – 0,2) В UIН = (3,0 – 3,2) В,  
(UЕRAH, UPGMH) = UCC, tCYR = 620 нс и СL ≤ 100 пФ5)

tAОЕ
6), 7) – 270 25 ±10 

-60 – 85

14 Bремя установления низкого уровня сигнала CE перед спадом 
сигнала OE при считывании, нс tSUCEОER 260 – 25 ±10 

-60 – 85
15 Время удержания низкого уровня сигнала CE после спада сигнала OE 
при считывании, нс tHOECER 100 – 25 ±10 

-60 – 85
16 Длительность импульса низкого уровня сигнала OE при считывании, 
нс tWOER 300 – 25 ±10 

-60 – 85
17 Время сохранения выходных сигналов по выводам  
(I/O0 – I/O7) после нарастания сигнала при считывании, нс  
при UСС = 5 В ±10%, СL ≤ 100 пФ5)

tVOEI/OR – 50 25 ±10 
-60 – 85

18 Длительность импульса высокого уровня сигнала CE при считывании, 
нс tWCER 140 – 25 ±10 

-60 – 85
19 Время задержки спада сигнала CE после нарастания сигнала OE при 
считывании, нс tDОEСER 45 – 25 ±10 

-60 – 85
20 Bремя установления сигналов (А0 – А12) перед спадом сигнала CE 
при считывании, нс tSUACER 0 – 25 ±10 

-60 – 85
21 Время удержания сигналов (А0 – А12) после спада сигнала CE при 
считывании, нс tHCEAR 120 – 25 ±10 

-60 – 85
22 Время установления низкого уровня на выводе пи-тания от 
источника напряжения программирования VPR [высокого уровня 
сигнала PGM] перед изменением сигналов (А0 – А12) при считывании, 
мкс

tSUPRAR (tSUPGMAR) 100 – 25 ±10 
-60 – 85

23 Время цикла записи, мс при UСС = 5 В ±10% и UPRW = (14,0 ±0,2) В tCYW 5,6 – 25 ±10 
-60 – 85

24 Bремя установления сигналов (А0 – А12) перед спадом сигнала CE 
при записи, нс tSUACEW 0 – 25 ±10 

-60 – 85
25 Время удержания сигналов (А0 – А12) после спада сигнала CE при 
записи, нс tHCEAW 120 – 25 ±10 

-60 – 85

26 Длительность импульса высокого уровня сигнала CE при записи, мкс tWCEW 100 – 25 ±10 
-60 – 85



47﻿

Наименование параметра,  
единица измерения, режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра Темп.  
среды, °С не менее не более

27 Длительность импульса низкого уровня сигнала OE при записи, мкс tWOEW 0,17 4 
500

25 ±10 
-60 – 85

28 Время удержания низкого уровня сигнала CE после спада сигнала OE 
при записи, мс tHOECEW 4,5 5,5 25 ±10 

-60 – 85
29 Время установления низкого уровня сигнала CE перед спадом сиг-
нала OE при записи, нс tSUСEOEW 260 – 25 ±10 

-60 – 85
30 Время установления входных сигналов (I/O0 – I/O7) перед спадом 
сигнала OE при записи, нс tSUI/OOEW 50 – 25 ±10 

-60 – 85
31 Время удержания входных сигналов (I/O0 – I/O7) после спада сигнала 
OE при записи, нс tHOEI/OW 200 – 25 ±10 

-60 – 85
32 Время установления высокого уровня на выводе питания от 
источника напряжения программирования VPR (высокого уровня 
сигнала PGM) перед спадом сигнала CE при записи, мкс

tSUPRСЕW 
(tSUPGMСЕW) 20 – 25 ±10 

-60 – 85

33 Длительность импульса низкого уровня сигнала CE при стирании 
(записи), мс tWСЕЕ(W) 4,5 5,5 25 ±10 

-60 – 85

34 Длительность импульса низкого уровня сигнала CE при стирании, с tWCEЕ 19 21 25 ±10 
-60 – 85

35 Время установления низкого уровня сигнала перед спадом сигнала 
CE при стирании, мкс tSUERACEE 0 – 25 ±10 

-60 – 85
36 Время установления высокого уровня на выводе питания от источ-
ника напряжения программирования VPR перед спадом сигнала CE при 
стирании, мкс

tSUPRCEE 0 – 25 ±10 
-60 – 85

37 Время удержания низкого уровня сигнала CE после нарастания сиг-
нала ERA при стирании, с tHERACEE 2 – 25 ±10 

-60 – 85
38 Время установления высокого уровня на выводе питания от источ-
ника напряжения программирования VPR (высокого уровня сигнала 
PGM) перед спадом сигнала ERA при стирании, мкс

tSUPRERAE 

(tSUPGMERAE) 
20 – 25 ±10 

-60 – 85

39 Время нарастания и спада входных сигналов  
по выводам (А0 – А12), CE, OE, ERA, PGM, (I/O0 – I/O7)8), нс tLH, tHL – 20 25 ±10 

-60 – 85
40 Входная емкость, пФ CI – 6 25 ±10

41 Ёмкость входа/выхода, пФ CI/О – 10 25 ±10
1) UOEH = UCC. На вход подают напряжения низкого уровня UCELW = 0 В (GND) в течение времени t ≤ 5 мс.  
Время измерения не более 5 мс. 
2) UERAL = 0 B (GND); UOEH = UCC. На вход подают напряжения низкого уровня UCELE = 0 В (GND)  
в течение времени t ≤ 10 с. Время измерения не более 10 с. 
3) UIH = UCC – для IILH; UIL = 0 B (GND) – для IILL. 
4) (UCEH, UOEH) = UCC; UI/OZH = UCC – для I I/OZH; U I/OZL = 0 B (GND) – для I I/OZL. 
5) С учётом всех паразитных емкостей. 
6) Погрешность установки временных входных сигналов ±1 %.  
7) Проводят на максимальной рабочей частоте при tCYR = (620±6) нс после установления на выводе VPR напряжения низкого 
уровня UPRL = 0 В (GND) и напряжения высокого уровня в режиме записи  
и стирания (UPRHW и UPRHЕ ) = (14,0 ±0,2) В,  
8) В режиме входа.

Предельно-допустимые режимы эксплуатации

Параметр Ед. изм. Предельно допустимый

Напряжение питания В 4,5 – 5,5

Рабочая температура среды °С от -60 до +85

Предельная температура среды °С от -60 до +150

Число циклов перезаписи – 1000
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Микросхемы интегральные 1640РС1У, 
1640РС2У, 1640РС3У, 1640РС3АУ, 
1640РС4У, 1640РС4АУ
Функциональное назначение микросхемы
Постоянное запоминающее устройство с возможностью много-
кратного электрического перепрограммирования с параллель-
ным вводом/выводом информации.

Конструктивное исполнение
Микросхемы изготавливаются в 64-выводном металлокерамиче-
ском корпусе Н18.64-1В. 

Нумерация, обозначение и наименование выводов 
микросхем 1640РС1У, 1640РС2У, 1640РС3У, 1640РС3АУ, 
1640РС4У, 1640РС4АУ

Номер 
вывода 

микросхем

Обозначение
вывода 

Наименование вывода 

1 NC Свободный вывод 
2 NC Свободный вывод 
3 NC Свободный вывод 
4 NC Свободный вывод 
5 NC Свободный вывод 
6 NC Свободный вывод 
7 NC Свободный вывод 
8 NC Свободный вывод 
9 NC Свободный вывод 
10 NC Свободный вывод 
11 I/O Вход/выход данных
12 NC Свободный вывод 
13 CLK Вход тактовой частоты
14 NC Свободный вывод 
15 RESET/ОЕ  Вход сброса/разрешения выхода
16 NC Свободный вывод 
17 NC Свободный вывод 
18 NC Свободный вывод 
19 NC Свободный вывод 
20 СE  Вход сигнала разрешения
21 NC Свободный вывод 
22 NC Свободный вывод 
23 NC Свободный вывод 
24 NC Свободный вывод 
25 NC Свободный вывод 
26 NC Свободный вывод 
27 NC Свободный вывод 
28 NC Свободный вывод 
29 NC Свободный вывод 
30 NC Свободный вывод 
31 NC Свободный вывод 
32 NC Свободный вывод 
33 NC Свободный вывод 
34 NC Свободный вывод 
35 NC Свободный вывод 
36 NC Свободный вывод 
37 NC Свободный вывод 
38 NC Свободный вывод 
39 NC Свободный вывод 

Cхема расположения выводов 
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Номер 
вывода 

микросхем

Обозначение
вывода 

Наименование вывода 

40 NC Свободный вывод 
41 NC Свободный вывод 
42 NC Свободный вывод 
43 GND Общий вывод
44 NC Свободный вывод 
45 NC Свободный вывод 
46 NC Свободный вывод 
47 CEO/A2 Выход/вход сигнала окончания загрузки
48 NC Свободный вывод 
49 NC Свободный вывод 

50 SER EN Вход сигнала выбора режима (режим считывания 
«1», режим программирования «0»)

51 NC Свободный вывод 
52 NC Свободный вывод 
53 VСС Вывод питания от источника напряжения
54 NC Свободный вывод 
55 NC Свободный вывод 
56 NC Свободный вывод 
57 NC Свободный вывод 
58 NC Свободный вывод 
59 NC Свободный вывод 
60 NC Свободный вывод 
61 NC Свободный вывод 
62 NC Свободный вывод 
63 NC Свободный вывод 
64 NC Свободный вывод 

Электрические параметры микросхем 1640РС1У, 1640РС2У при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °Сне 
менее

не  
более

1 Выходное напряжение низкого уровня, В,
при UСС = 5 В ±10%, IOL ≤ 3 мА UOL – 0,4 25 ±10 

-60 – 85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В,
при UСС = 5 В ±10%, IOH ≤ 2 мА UOH 3,5 – 25 ±10 

-60 – 85
 3 Ток потребления в режиме хранения, мА,
при UСС = 5 В ±10%, UIL = 0 В (GND), UIH = UCC и UСЕH = [(UСС–0,2) – UСС] В

ICCS – 11), 22) 25 ±10 
-60 – 85

4 Динамический ток потребления без нагрузки на выходах, мА, при 
UСС = 5 В ±10%, fC ≤ 8 МГц1) (≤ 5,2 МГц)2) и CL ≤ 30 пФ3) IОCC – 151)

(20)2)
25 ±10 

-60 – 85
5 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе по выводам CLK, 
RESET/A и SER EN, мкА, при UСС = 5 В ±10% IILL и IILH -10 10 25 ±10 

-60 – 85
6 Выходной ток низкого и высокого уровня в состоянии «Выклю-
чено» по выводу I/O, мкА, при UСС = 5 В ±10%, (UСЕH, URESET/OEH) = UСС,  
UOZL = 0 В (GND) и UOZH = UСС

II/OZL и II/OZH -10 10 25 ±10 
-60 – 85

7 Время выборки разрешения по сигналу CE, нс,
при UСС = 5 В ±10% и CL ≤ 30 пФ3) tACE – 70 25 ±10 

-60 – 85
8 Время выборки разрешения выхода по сигналу CE, нс,
при UСС = 5 В ±10% и CL ≤ 30 пФ3) tAOE – 1301) 1602) 25 ±10 

-60 – 85
9 Время выборки по сигналу CLK, нс,
при UСС = 5 В ±10%, tCYRCLK ≥ 124 нс1) (≥ 190 нс)2) и CL ≤ 30 пФ3) tACLK – 751)

(95)2)
25 ±10

-60 – 85

10 Время цикла считывания по сигналу CLK, нс, при UСС = 5 В ±10% tCYRCLK
4) 1241)

1902) – 25 ±10
-60 – 85

11 Время установлнения низкого уровня сигнала CE перед нарастанием 
сигнала CLK, нс tSUCELCLKH

4) 70 – 25 ±10
-60 – 85

12 Длительность сигнала CE по высокому уровню, нс tWСEH
4) 70 – 25 ±10

-60 – 85

13 Длительность сигнала RESET/OE по высокому уровню, нс tWRESETH
4) 70 – 25 ±10

-60 – 85
14 Время сохранения выходного сигнала по выводу I/O после 
нарастания сигналов CE (RESET/ OE), нс, при UСС = 5 В ±10%  
и CL ≤ 30 пФ3)

tVCEH-I/O
4)

(tVOEH-I/O)4) 0 – 25 ±10
-60 – 85
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Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра
Температура 

среды, °Сне 
менее

не  
более

15 Время сохранения неопределенного выходного сигнала (перед 
переходом выхода в cостояние Z5)) после нарастания сигналов CE 
(RESET/ OE), нс, при UСС = 5 В ±10% и CL ≤ 30 пФ3)

tVCEH-I/OZ
4)

(tVOEH-I/OZ)4) – 55 25 ±10
-60 – 85

16 Длительность сигнала CLK по низкому уровню, нс tWCLKL
4) 621)

902) – 25 ±10
-60 – 85

17 Длительность сигнала CLK по высокому уровню, нс tWCLKH
4) 621)

902) – 25 ±10
-60 – 85

18 Время цикла записи, мс, при UСС = 5 В ±10% tCYW 25 – 25 ±10
-60 – 85

19 Время нарастания и спада входных сигналов,  нс (tLH, tHL)4) – 20 25 ±10
-60 – 85

20 Входная ёмкость, пФ CI – 8 25 ±10

21 Ёмкость входа/выхода, пФ CI/О – 8 25 ±10
1) Для микросхемы 1640РС1У.
2) Для микросхемы 1640РС2У.
3) С учётом всех паразитных емкостей.
4) Временные параметры являются режимными, их значения проверяют косвенно при проверке временных параметров по 
пунктам 7, 8, 9 настоящей таблицы и в соответствии с временными диаграммами.
5) Z – третье состояние, высокое выходное сопротивление.
Примечания
1 Электрические параметры микросхем в процессе и после воздействия специальных факторов соответствуют нормам, 
указанным в пунктах 1 – 19 настоящей таблицы для крайних значений рабочей температуры среды, а в пунктах 20, 21 – для 
нормальных климатических условий [T = (25 ±10) °С]. При этом в процессе и непосредственно после воздействия спец-
фактора 7.И с характеристикой 7.И6 требования к значениям электрических параметров не предъявляют на время потери 
работоспособности.

Электрические параметры микросхем 1640РС3У, 1640РС3АУ, 1640РС4У и 1640РС4АУ 
при приёмке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра Температура 
среды, °Сне менее не более

1 Выходное напряжение низкого уровня, В,
при UСС = (3,0 – 5,5) В, IOL ≤ 3 мА UOL – 0,4 25 ±10

-60 – 85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В,
при UСС = (3,0 – 5,5) В, IOH ≤ 2 мА UOH 2,4 – 25 ±10

-60 – 85
3 Ток потребления в режиме хранения, мА,
при UСС = (3,0 – 5,5) В, UIL = 0 В (GND), UIH = UCC  
и UСЕH = [(UСС–0,2) – UСС] В

ICCS – 2 25 ±10
-60 – 85

4 Динамический ток потребления без нагрузки на выходах, мА,
при UСС = (3,0 – 5,5) В, fC ≤ 8 МГц 1) (≤ 7 МГц)2) и CL ≤ 30 пФ3) IОCC – 20 25 ±10

-60 – 85
5 Ток утечки высокого и низкого уровня на входе по выводам CLK, 
RESET/A и SER EN, мкА, при UСС = (3,0 – 5,5) В IILH и IILL –10 10 25 ±10

-60 – 85
6 Выходной ток высокого и низкого уровня в состоянии  
«Выключено» по выводу I/O, мкА, при UСС = (3,0 – 5,5) В,  
(UСЕH, URESET/OEH) = UСС, UOZH = UСС и UOZL = 0 В (GND) 

II/OZH и I I/OZL –10 10 25 ±10
-60 – 85

7 Время выборки разрешения по сигналу CE, нс,
при UСС = (3,0 – 5,5) В и CL ≤ 30 пФ3) tACE – 70 25 ±10

-60 – 85
8 Время выборки разрешения выхода по сигналу CE, нс,
при UСС = (3,0 – 5,5) В и CL ≤ 30 пФ3)

tAOE – 160 25 ±10
-60 – 85

9 Время выборки по сигналу CLK, нс,
при UСС = (3,0 – 5,5) В, tCYRCLK ≥ 124 нс1) (≥ 144 нс )2) и CL ≤ 30 пФ3) tACLK – 120 25 ±10

-60 – 85
10 Время цикла считывания по сигналу CLK, нс,
при UСС = (3,0 – 5,5) В, СL ≤ 30 пФ3) tCYRCLK

4) (tWCLKL+ 
+tWCLKH) – 25 ±10

-60 – 85
11 Время установления низкого уровня сигнала CE перед нарастанием 
сигнала CLK, нс tSUСЕLCLKH

4) 70 – 25 ±10
-60 – 85

12 Длительность сигнала CE по высокому уровню, нс tWСEH
4) 70 – 25 ±10

-60 – 85

13 Длительность сигнала RESET/OE по высокому уровню, нс tWRESETH
4) 70 – 25 ±10

-60 – 85
14 Время сохранения выходного сигнала по выводу I/O после нараста-
ния сигналов CE (RESET/ OE), нс, при UСС = (3,0 – 5,5) В  
и CL ≤ 30 пФ3)

tVCEHI/O
4)

(tVOEHI/O)4) 0 – 25 ±10
-60 – 85

15 Время сохранения неопределенного выходного сигнала (перед 
переходом выхода в состояние Z5)) после нарастания сигналов CE 
(RESET/ OE), нс, при UСС = (3,0 – 5,5) В и CL ≤ 30 пФ3)

tVCEHI/OZ
4)

(tVOEHI/OZ)4) – 55 25 ±10
-60 – 85
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Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения

Буквенное 
обозначение 

параметра

Норма параметра Температура 
среды, °Сне менее не более

16 Длительность сигнала CLK по низкому уровню, нс tWCLKL
4) 621), 722) – 25 ±10

-60 – 85

17 Длительность сигнала CLK по высокому уровню, нс tWCLKH
4) 621), 722) – 25 ±10

-60 – 85

18 Время цикла записи, мс, при UСС = (3,0 – 5,5) В tCYW
6) 25 – 25 ±10

-60 – 85

19 Время нарастания и спада входных сигналов, нс (tLH, tHL)4) – 20 25 ±10
-60 – 85

20 Входная ёмкость, пФ CI – 8 25 ±10

21 Ёмкость входа/выхода, пФ CI/О – 8 25 ±10
1) Для микросхем 1640РС3У и 1640РС4У.
2) Для микросхем 1640РС3АУ и 1640РС4АУ.
3) С учётом всех паразитных емкостей.
4) Временные параметры являются режимными, их значения проверяют косвенно при проверке временных параметров по 
пунктам 7, 8, 9 настоящей таблицы и в соответствии с временными диаграммами, приведёнными на рисунке 9.
5) Z – третье состояние, высокое выходное сопротивление.
6) Временные режимы цикла записи приводят в инструкции по программированию ПАКД.430609.008ИП.

Примечания
1. Электрические параметры микросхем в процессе и после воздействия специальных факторов соответствуют нормам, 
указанным в пунктах 1 – 19 настоящей таблицы для крайних значений рабочей температуры среды, а в пунктах 20, 21 – для 
нормальных климатических условий T = (25 ±10) °С. При этом в процессе и непосредственно после воздействия спецфак-
тора 7.И с характеристикой 7.И6 требования к значениям электрических параметров не предъявляют на время потери 
работоспособности, указанной в пункте 2.6.1.
2. Режимы измерения электрических параметров и режимы проведения ФК приведены в таблице 7.
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